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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板の上に形成されているデータ線を含むデータ配線と、
　前記絶縁基板の上部の画素に形成されている赤、緑、青のカラーフィルターと、
　前記データ配線及び前記カラーフィルターを覆う絶縁膜と、
　前記絶縁膜の上部に形成されており、前記データ線と交差して前記画素を定義するゲー
ト線及び前記ゲート線に連結されたゲート電極を含むゲート配線と、
　前記絶縁膜の上部に形成されて前記ゲート配線を覆っており前記絶縁膜と共に前記デー
タ線の一部を露出させる第１接触孔を有するゲート絶縁膜と、
　前記カラーフィルターの上部であって、前記ゲート電極の前記ゲート絶縁膜の上部に形
成されている半導体層パターンと、
　前記半導体層パターンの上部に形成されており、前記第１接触孔を通じて前記データ線
と連結されているソース用電極と前記ゲート電極を中心にして前記ソース用電極と分離さ
れて対向するドレーン用電極と前記ドレーン用電極と連結されており前記画素に形成され
ている画素電極とを含む画素配線と、
　前記ゲート線に連結されて外部から信号の伝達を受けるゲートパッドと、
　前記データ配線と同一の層で形成されている第１補助ゲートパッドと、
　前記データ線に連結されて外部から信号の伝達を受けるデータパッドと、
を含み、
　前記絶縁膜は前記第１補助ゲートパッドを露出させる第２接触孔を有しており、
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　前記ゲートパッドは前記第２接触孔を通じて前記第１補助ゲートパッドと連結されてお
り、
　前記ゲート絶縁膜及び前記絶縁膜は前記第１補助ゲートパッドを露出させる第３接触孔
と、前記データパッドを露出させる第４接触孔とを有しており、
　前記第３接触孔を通じて前記第１補助ゲートパッドと連結され前記画素電極と同一の層
で形成されている第２補助ゲートパッドと、
　前記第４接触孔を通じて前記データパッドと連結され前記画素電極と同一の層で形成さ
れている補助データパッドとをさらに含み、
を含み、前記データ配線及びゲート配線が光を遮断するブラックマトリックスとして機能
する、液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項２】
　前記赤、緑、青のカラーフィルターの端部は、前記データ線の端部を覆っていることを
特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項３】
　前記絶縁膜は有機絶縁物質からなることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用
薄膜トランジスタ基板。
【請求項４】
　前記データ配線と同一の層で形成されており、前記半導体層パターンまたは前記ゲート
配線に対応する部分に位置する光遮断膜をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項５】
　少なくとも前記ソース用電極と前記ドレーン用電極との間の前記半導体層パターンの上
部に形成されている保護膜をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置
用薄膜トランジスタ基板。
【請求項６】
　前記保護膜の上部に形成されている間隔維持材をさらに含むことを特徴とする請求項５
に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項７】
　前記間隔維持材は感光性有機絶縁物質からなることを特徴とする請求項６に記載の液晶
表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項８】
　前記間隔維持材は黒い色顔料を含むことを特徴とする請求項７に記載の液晶表示装置用
薄膜トランジスタ基板。
【請求項９】
　前記半導体層パターンは二重層構造で形成されていることを特徴とする請求項１に記載
の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項１０】
　前記二重層構造の半導体層パターンは、第１非晶質ケイ素膜と、前記第１非晶質ケイ素
膜の上に位置し第１非晶質ケイ素膜のバンドギャップより低い第２非晶質ケイ素膜とを含
むことを特徴とする請求項９に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項１１】
　前記ゲート絶縁膜は、下部ゲート絶縁膜及び上部ゲート絶縁膜を含む二重層構造で形成
されていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板。
【請求項１２】
　前記上部及び下部ゲート絶縁膜は、有機絶縁膜、非晶質酸化ケイ素、非晶質窒化ケイ素
のうちの一つからなることを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置用薄膜トランジ
スタ基板。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は現在最も広く使用されている平板表示装置のうちの一つであって、電極
が形成されている二枚の基板とその間に挿入されている液晶層とからなり、電極に電圧を
印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって透過する光の量を調節して画像を
表示する装置である。
【０００３】
　液晶表示装置のうちで現在主に使用されるものは二つの基板に電極がそれぞれ形成され
ており電極に印加される電圧をスイッチングする薄膜トランジスタを有している液晶表示
装置であり、二つの基板のうちの一つには薄膜トランジスタ及び画素電極が形成されてお
り、他の基板にはカラーフィルター及びブラックマトリックス（black matrix）が形成さ
れているものが一般的に使用される。
【０００４】
　このような液晶表示装置の製造方法で薄膜トランジスタが形成されている基板は一般に
感光膜パターンを用いた写真エッチング工程を通じて製造される。写真エッチング工程で
多層の薄膜パターンを形成する時に、層間に誤整列（misalign）が発生する場合には表示
特性が低下するという問題点がある。このような問題点を解決するためには最下部に不透
明な薄膜からなる整列キーを形成することが考えられる。
【０００５】
　一方、このような液晶表示装置の輝度を向上させるためにはパネルの高い開口率を確保
することが重要な課題である。しかしながら、このような液晶表示装置では、薄膜トラン
ジスタの開口率を減少させるいくつかの問題を内包している。第１に、画素電極とデータ
線との間のカップリング効果により発生する寄生容量を考慮する時、画素電極とデータ線
との間の距離を確保する必要がある。第２に、液晶表示装置の２つのパネルの整列を考慮
する時、ブラックマトリックスの線幅を大きくする必要がある。このような問題点を解決
するためにデータ線と画素電極との間に低い誘電率を有する有機絶縁物質を位置させたり
、カラーフィルターを薄膜トランジスタと同一の基板に形成する方法などが提示されてい
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、液晶表示装置の製造方法において、後者の場合には高コストの薄膜トランジス
タ製造工程以後に低コストのカラーフィルター製造工程を実行するが、カラーフィルター
工程での不良発生が最終的な歩留まりに悪影響を及ぼすようになるので製造費用を増加さ
せることがある。また、前者の場合にはゲート線と画素電極との間に形成される維持容量
を十分に確保することができないという問題点がある。
【０００７】
　本発明が達成しようとする技術的課題は、誤整列を最少化することができると共に開口
率を確保することができる液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板及びその製造方法を提供
することである。
【０００８】
　本発明が達成しようとする他の技術的課題は、歩留まりを向上させることができる液晶
表示装置用薄膜トランジスタ基板及びその製造方法を提供することである。
【０００９】
　また、本発明が達成しようとする他の技術的課題は、液晶表示装置用薄膜トランジスタ
基板の製造工程を単純化することである。
【００１０】
　また、本発明が達成しようとするその他の技術的課題は、開口率を確保し歩留まりを向
上させることができると共に寄生容量を最少化し維持容量を十分に確保することができる
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液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　このような課題を達成するために、絶縁基板の上に形成されているデータ線を含むデー
タ配線と、前記絶縁基板の上部の画素に形成されている赤、緑、青のカラーフィルターと
、前記データ配線及び前記カラーフィルターを覆う絶縁膜と、前記絶縁膜の上部に形成さ
れており、前記データ線と交差して前記画素を定義するゲート線及び前記ゲート線に連結
されたゲート電極を含むゲート配線と、前記絶縁膜の上部に形成されて前記ゲート配線を
覆っており前記絶縁膜と共に前記データ線の一部を露出させる第１接触孔を有するゲート
絶縁膜と、前記カラーフィルターの上部であって、前記ゲート電極の前記ゲート絶縁膜の
上部に形成されている半導体層パターンと、前記半導体層パターンの上部に形成されてお
り、前記第１接触孔を通じて前記データ線と連結されているソース用電極と前記ゲート電
極を中心にして前記ソース用電極と分離されて対向するドレーン用電極と前記ドレーン用
電極と連結されており前記画素に形成されている画素電極とを含む画素配線とを含み、前
記データ配線及びゲート配線が光を遮断するブラックマトリックスとして機能する、液晶
表示装置用薄膜トランジスタ基板を提供する。
【００１２】
　ここで、前記赤、緑、青のカラーフィルターの端部は、前記データ線の端部を覆ってい
ることが好ましい。
【００１３】
　また、前記絶縁膜は有機絶縁物質からなることが好ましい。
【００１４】
　前記ゲート配線は前記ゲート線に連結されて外部から信号の伝達を受けるゲートパッド
をさらに含み、前記データ配線は前記データ線に連結されて外部から信号の伝達を受ける
データパッドをさらに含み、前記ゲート絶縁膜は前記ゲートパッドを露出させる第２接触
孔を有し、前記ゲート絶縁膜及び前記絶縁膜は前記データパッドを露出させる第３接触孔
を有しており、前記第２接触孔を通じて前記ゲートパッドと連結され前記画素電極と同一
の層で形成されている補助ゲートパッドと、前記第３接触孔を通じて前記データパッドと
連結され前記画素電極と同一の層で形成されている補助データパッドとをさらに含むこと
が好ましい。
【００１５】
　前記ゲート配線は前記ゲート線に連結されて外部から信号の伝達を受けるゲートパッド
をさらに含み、前記データ配線と同一の層で形成されている第１補助ゲートパッドをさら
に含み、前記絶縁膜は前記第１補助ゲートパッドを露出させる第２接触孔を有しており、
前記ゲートパッドは前記第２接触孔を通じて前記第１補助ゲートパッドと連結されており
、前記ゲート絶縁膜及び前記絶縁膜は前記第１補助ゲートパッドを露出させる第３接触孔
と、前記データパッドを露出させる第４接触孔とを有しており、前記第３接触孔を通じて
前記第１補助ゲートパッドと連結され前記画素電極と同一の層で形成されている第２補助
ゲートパッドと、前記第４接触孔を通じて前記データパッドと連結され前記画素電極と同
一の層で形成されている補助データパッドとをさらに含むことがさらに好ましい。
【００１６】
　前記データ配線と同一の層で形成されており、前記半導体層パターンまたは前記ゲート
配線に対応する部分に位置する光遮断膜をさらに含むが好ましい。
【００１７】
　少なくとも前記ソース用電極と前記ドレーン用電極との間の前記半導体層パターンの上
部に形成されている保護膜をさらに含むことが好ましい。
【００１８】
　前記保護膜の上部に形成されている間隔維持材をさらに含むことが好ましい。
【００１９】
　前記間隔維持材は感光性有機絶縁物質からなることが好ましい。
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【００２０】
　前記間隔維持材は黒い色顔料を含むことが好ましい。
【００２１】
　前記半導体層パターンは二重層構造で形成されていることが好ましい。
【００２２】
　前記二重層構造の半導体層パターンは、第１非晶質ケイ素膜と、前記第１非晶質ケイ素
膜の上に位置し第１非晶質ケイ素膜のバンドギャップより低い第２非晶質ケイ素膜とを含
むことが好ましい。
【００２３】
　前記ゲート絶縁膜は、下部ゲート絶縁膜及び上部ゲート絶縁膜を含む二重層構造で形成
されていることが好ましい。
【００２４】
　前記上部及び下部ゲート絶縁膜は、有機絶縁膜、非晶質酸化ケイ素、非晶質窒化ケイ素
のうちの一つからなることが好ましい。
【００２５】
　本発明の他の観点による液晶表示装置は、第１絶縁基板の上に形成され一方向にのびて
いるデータ線を含むデータ配線と、前記第１基板の上部の画素に形成されている赤、緑、
青のカラーフィルターと、前記データ配線及び前記カラーフィルターを覆う絶縁膜と、前
記絶縁膜の上部に形成されており前記データ線と交差して前記画素を定義するゲート線及
び前記ゲート線に連結されたゲート電極を含むゲート配線と、前記絶縁膜の上部に形成さ
れて前記ゲート配線を覆っており前記絶縁膜と共に前記データ線の一部を露出させる第１
接触孔を有するゲート絶縁膜と、前記ゲート電極の前記ゲート絶縁膜の上部に形成されて
いる半導体層パターンと、前記半導体層パターンの上部に形成されており前記第１接触孔
を通じて前記データ線と連結されているソース用電極と前記ゲート電極を中心にして前記
ソース用電極と分離されて対向するドレーン用電極と前記ドレーン用電極と連結されてお
り前記画素に形成されている画素電極とを含む画素配線とを含む下部絶縁基板と、前記第
１絶縁基板と対向する第２絶縁基板の上部に形成されている共通電極を含む上部絶縁基板
とを含む。
【００２６】
　ここで、少なくとも前記ソース用電極と前記ドレーン用電極との間の前記半導体層パタ
ーンの上部に形成されており、前記第１基板及び前記第２基板を支持する間隔維持材をさ
らに含むことが好ましい。
【００２７】
　前記間隔維持材は黒い色顔料を含む感光性有機絶縁物質からなることが好ましい。
【００２８】
　本発明の他の観点による薄膜トランジスタ基板は、ゲート線とデータ線とが交差して多
数個の画素領域を定義し、前記画素領域に赤、緑、青のカラーフィルターが形成され、多
数個の画素領域に前記ゲート線及びデータ線に電気的に連結される薄膜トランジスタと画
素電極が前記カラーフィルターの上部に形成されている薄膜トランジスタ基板において、
　前記薄膜トランジスタの半導体層はバンドギャップが互いに異なる二重層構造の非晶質
ケイ素膜からなることを特徴とする。
【００２９】
　ここで、前記二重層構造の半導体層は、前記ゲート絶縁膜の上に位置する第１非晶質ケ
イ素膜と、前記第１非晶質ケイ素膜の上に位置し前記第１非晶質ケイ素膜よりバンドギャ
ップが低い第２非晶質ケイ素膜とからなることが好ましい。
【００３０】
　本発明のさらに他の観点による薄膜トランジスタ基板は、互いに交差して画素を定義す
るゲート線及びデータ線と、前記画素に形成されている画素電極及び前記ゲート線及びデ
ータ線と前記画素電極とを電気的に連結する薄膜トランジスタとを含む薄膜トランジスタ
基板において、前記薄膜トランジスタの一構成をなすゲート絶縁膜は上部及び下部絶縁膜
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の二重構造で形成される。
【００３１】
　ここで、前記上部及び下部絶縁膜は、有機絶縁膜、非晶質酸化ケイ素、非晶質窒化ケイ
素のうちの一つであることが好ましい。
【００３２】
　本発明に係る液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法は、絶縁基板の上にデー
タ線を含むデータ配線を形成する段階と、前記絶縁基板の上部に赤、緑、青のカラーフィ
ルターを形成する段階と、前記データ配線及び前記カラーフィルターを覆う絶縁膜を形成
する段階と、前記絶縁膜の上部にゲート線及びゲート電極を含むゲート配線を形成する段
階と、前記絶縁膜の上部に前記ゲート配線を覆っており前記絶縁膜と共に前記データ線の
一部を露出させる第１接触孔を有するゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜
の上に半導体層を形成する段階と、前記半導体層をパターニングして半導体層パターンを
形成すると共に、前記ゲート絶縁膜及び前記絶縁膜に前記データ線の一部を露出させる第
１接触孔を形成する段階と、前記半導体層パターンの上部に形成されており、前記第１接
触孔を通じて前記データ線と連結されているソース用電極と前記ゲート電極を中心にして
前記ソース用電極と分離されて対向するドレーン用電極と前記ドレーン用電極と連結され
ており前記画素に形成されている画素電極とを含む画素配線を形成する段階と、を含む。
【００３３】
　ここで、前記半導体パターンは二重層構造で形成することが好ましい。
【００３４】
　前記ゲート絶縁膜は、下部ゲート絶縁膜及び前記下部ゲート絶縁膜の上部に形成されて
いる上部ゲート絶縁膜を含む二重層構造で形成することが好ましい。
【００３５】
　本発明の他の観点による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法は、絶縁基板
の上にデータ線を含むデータ配線を形成する段階と、前記基板の上部に赤、緑、青のカラ
ーフィルターを形成する段階と、前記データ配線及び前記カラーフィルターを覆う絶縁膜
を形成する段階と、前記絶縁膜の上部にゲート線及び前記ゲート線と連結されているゲー
トパッドを含むゲート配線を形成する段階と、前記絶縁膜の上部に前記ゲート配線を覆う
ゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜の上に半導体層を形成する段階と、前
記半導体層の上に抵抗性接触層を形成する段階と、前記抵抗性接触層及び前記前記半導体
層をパターニングして抵抗性接触層パターン及び半導体層パターンを形成すると共に、前
記ゲート絶縁膜及び前記絶縁膜をパターニングして前記データ線を露出させる第１接触孔
を形成する段階と、前記接触層パターンの上に互いに分離されて形成されており同一の層
で形成されたソース用電極及びドレーン用電極と、前記ドレーン用電極と連結された画素
電極を含む画素配線とを形成する段階とを含む
【発明の効果】
【００３６】
　このように、本発明の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板及びその製造
方法ではブラックマトリックスまたはカラーフィルターを形成する時に整列キーを形成す
ることによって以後に形成される薄膜の整列を正確に行うことができる。また、薄膜トラ
ンジスタよりカラーフィルター及びブラックマトリックスを先に形成しデータ線と画素電
極との間に有機絶縁膜を形成することによって開口率を確保することができる。また、ブ
ラックマトリックスと同一の層で共通配線とパッドを形成することによって共通信号の遅
延を少なくすることができ、低抵抗の配線を有することができるので大面積でも画質の均
一度を確保して画質の特性を向上させることができる。また、カラーフィルターと薄膜ト
ランジスタアレイの製造工程をそれぞれ別途の製造ラインで進行することができるので製
造効率性を極大化することができる。
【００３７】
　また、配線をブラックマトリックスとして活用し半導体層と接触孔を共に形成すること
によって製造費用を低減することができる。またデータ配線と画素電極及びゲート配線が
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十分に絶縁されているのでこれらの間で発生する寄生容量を少なくすることができ、薄膜
トランジスタの上下部に別途の光遮断膜を設置することができるので光漏れ電流を少なく
することができ、ゲート電極の大きさを小さくして薄膜トランジスタの寄生容量を少なく
することができるので大面積でも画質の均一度を確保して画質の特性を向上させることが
できる。また、二重にゲート絶縁膜または半導体層を形成することによって低温工程下で
もＴＦＴ特性を確保することができる薄膜トランジスタ基板を製作することができる。
【００３８】
　また、本発明の実施例のようにカラーフィルターとブラックマトリックスを下部基板に
形成することによって基板の厚さを薄くすることができるだけでなくプラスチックに置き
換えることができ、低温工程を用いた薄膜トランジスタ基板の製造が可能なので下部基板
もプラスチックに置き換えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図１は、本発明の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する
ための基板を領域を区分して示した図面である。
【図２】図２は、本発明の実施例によって一つの液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板に
形成された素子及び配線を概略的に示した配置図である。
【図３】図３は、本発明の第１参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置
図であって、単位画素及びパッド部を示した図面である。
【図４】図４は、図３に示した薄膜トランジスタ基板をＩＶ－ＩＶ´線に沿って切断して
示した断面図である。
【図５】図５は、本発明の第１参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造
工程を示した配置図である。
【図６】図６は、図５の断面図である。
【図７】図７は、薄膜トランジスタ基板の画面表示部及び周辺部を示した図面である。
【図８】図８は、本発明の実施例によって製造する薄膜トランジスタ基板の配置図であっ
て、図５の次の段階を示した図面である。
【図９】図９は、図８の断面図である。
【図１０】図１０は、図７の次の段階での薄膜トランジスタ基板の画面表示部及び周辺部
を示した図面である。
【図１１】図１１は、本発明の実施例によって製造する薄膜トランジスタ基板の配置図で
あって、図８の次の段階を示した図面である。
【図１２】図１２は、図１１の断面図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例によって製造する薄膜トランジスタ基板の配置図で
あって、図１１の次の段階を示した図面である。
【図１４】図１４は、図１３の断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施例によって製造する薄膜トランジスタ基板の配置図で
あって、図１３の次の段階を示した図面である。
【図１６】図１６は、図１５の断面図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施例によって製造する薄膜トランジスタ基板の配置図で
あって、図１５の次の段階を示した図面である。
【図１８】図１８は、図１７の断面図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施例によって製造する薄膜トランジスタ基板の配置図で
あって、図１７の次の段階を示した図面である。
【図２０】図２０は、図１９の断面図である。
【図２１】図２１は、本発明の第２参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の
構造を概略的に示した配置図である。
【図２２】図２２は、図２１の断面図である。
【図２３】図２３は、図２１の断面図である。
【図２４】図２４は、本発明の第２参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を
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製造する過程を示した配置図である。
【図２５】図２５は、図２４の断面図である。
【図２６】図２６は、図２４の断面図である。
【図２７】図２７は、本発明の第２参考例によって製造する薄膜トランジスタ基板の配置
図である。
【図２８】図２８は、図２７の断面図である。
【図２９】図２９は、図２７の断面図である。
【図３０】図３０は、図２７の断面図であって、図２８Ｃの次の段階での断面図である。
【図３１】図３１は、図２７の断面図であって、図２９の次の段階での断面図である。
【図３２】図３２は、図３０及び図３１の次の段階での薄膜トランジスタ基板の配置図で
ある。
【図３３】図３３は、図３２の断面図である。
【図３４】図３４は、図３２の断面図である。
【図３５】図３５は、図３２の断面図であって、図３３の次の段階を工程順序に従って示
したものである。
【図３６】図３６は、図３２の断面図であって、図３４の次の段階を工程順序に従って示
したものである。
【図３７】図３７は、図３２の断面図であって、図３３の次の段階を工程順序に従って示
したものである。
【図３８】図３８は、図３２の断面図であって、図３４の次の段階を工程順序に従って示
したものである。
【図３９】図３９は、図３２の断面図であって、図３３の次の段階を工程順序に従って示
したものである。
【図４０】図４０は、図３２の断面図であって、図３４の次の段階を工程順序に従って示
したものである。
【図４１】図４１は、図３９及び図４０の次の段階での薄膜トランジスタ基板の配置図で
ある。
【図４２】図４２は、図４１の断面図である。
【図４３】図４３は、図４１の断面図である。
【図４４】図４４は、本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の
配置図である。
【図４５】図４５は、図４４に示した薄膜トランジスタ基板の断面図である。
【図４６】図４６は、本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を
製造する第１段階での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図４７】図４７は、図４６の断面図である。
【図４８】図４８は、本発明の実施例によって製造する第２段階での薄膜トランジスタ基
板の配置図である。
【図４９】図４９は、図４８の断面図である。
【図５０】図５０は、本発明の実施例によって製造する第３段階での薄膜トランジスタ基
板の配置図である。
【図５１】図５１は、図５０の断面図である。
【図５２】図５２は、本発明の実施例によって製造する第４段階での薄膜トランジスタ基
板の配置図である。
【図５３】図５３は、図５２の断面図である。
【図５４】図５４は、図５２の断面図であって、図５１の次の段階を示したものである。
【図５５】図５５は、本発明の他の実施例によって製造する第４段階での薄膜トランジス
タ基板の断面図である。
【図５６】図５６は、本発明の他の実施例によって製造する第４段階での薄膜トランジス
タ基板の断面図である。
【図５７】図５７は、本発明の実施例によって製造する第５段階での薄膜トランジスタ基
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板の配置図である。
【図５８】図５８は、図５７の断面図である。
【図５９】図５９は、本発明の第２実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の
構造を概略的に示した配置図である。
【図６０】図６０は、本発明の第３実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の
配置図である。
【図６１】図６１は、図６０に示した薄膜トランジスタ基板の断面図である。
【図６２】図６２は、本発明の第５実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を
製造する第１段階での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図６３】図６３は、図６２の断面図である。
【図６４】図６４は、本発明の第３実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を
製造する第２段階での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図６５】図６５は、図６４の断面図である。
【図６６】図６６は、本発明の第３実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を
製造する第３段階での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図６７】図６７は、図６６の断面図である。
【図６８】図６８は、本発明の第３実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を
製造する第４段階での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図６９】図６９は、図６８の断面図である。
【図７０】図７０は、本発明の第３実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を
製造する第５段階での薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図７１】図７１は、図７０の断面図である。
【図７２】図７２は、工程条件に応ずるカラーフィルターの色別透過率変化を示したグラ
フである。
【図７３】図７３は、本発明の実験例でカラーフィルター表面を観察した写真である。
【図７４】図７４は、本発明の実験例によるゲート絶縁膜の蒸着温度による薄膜トランジ
スタの特性を示したグラフである。
【図７５】図７５は、本発明の第４実施例による薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図７６】図７６は、図７５に示した薄膜トランジスタ基板の断面図である。
【図７７】図７７は、本発明の第５実施例による薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図７８】図７８は、図７７に示した薄膜トランジスタ基板の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、添付図面に基づいて本発明の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板
及びその製造方法について本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が容易
に実施することができるように、参考例の説明を交えて詳細に説明する。
【００４１】
　まず、本発明の製造方法では薄膜トランジスタよりカラーフィルターを先に形成し、カ
ラーフィルターの下部に画素対応の開口部を有するバックマトリックス（back matrix）
を形成する。また、カラーフィルターまたはブラックマトリックスを形成する工程で製造
工程時の層間整列のための整列キーを形成する。
（参考例１）
　まず、図１乃至図４に基づいて参考例による薄膜トランジスタ基板の構造について詳細
に説明する。
【００４２】
　図１に示されているように、一つの絶縁基板に同時に多数の液晶表示装置用パネル領域
が形成される。例えば、図１のように、１つのガラス基板１０に６個の液晶表示装置用パ
ネル領域１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０が形成され、形成されるパネ
ルが薄膜トランジスタパネルである場合、パネル領域１１０、１２０、１３０、１４０、
１５０、１６０は多数の画素からなる画面表示部１１９、１２９、１３９、１４９、１５
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９、１６９と周辺部１１２、１２２、１３２、１４２、１５２、１６２とを含む。画面表
示部１１９、１２９、１３９、１４９、１５９、１６９には主に薄膜トランジスタ、配線
及び画素電極などが行列の形態に反復して配置され、周辺部１１５、１２５、１３５、１
４５、１５５、１６５には駆動素子と連結される要素、即ち、パッド及びその他の画素電
極と対向する共通電極に伝達される共通信号を外部から受信するためのパッドと共通信号
の遅延を最少化するための共通信号線を含む共通配線などが配置される。
【００４３】
　しかし、このような液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板は多層の薄膜パターンを形成
するためにマスクを利用した数回の写真エッチング工程によって形成される。この時、多
層の薄膜パターンは層間に正確な整列が行われなければならず、層間の整列を正確にする
ためには不透明膜からなる整列キー（align key）が必要であり、このような整列キーは
基板１０の外郭部１１に配置される。
【００４４】
　図２は図１の一つのパネル領域に形成された液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配
置を概略的に示した配置図である。
【００４５】
　図２に示されているように、線１で囲まれた画面表示部には多数の薄膜トランジスタ３
とそれぞれの薄膜トランジスタ３に電気的に連結されている画素電極１１２とゲート線５
２及びデータ線９２を含む配線などが形成されており、ゲート線５２及びデータ線９２で
囲まれた画素に対応する開口部を有するブラックマトリックス２２が形成されている。こ
の時、画面表示部の端部から漏洩する光を完全に遮断するため、ブラックマトリックス２
２が画面表示部の境界線１まで覆うように十分に広く形成するのが好ましい。画面表示部
の外側の周辺部にはゲート線５２の端に電気的に連結されたゲートパッド２６とデータ線
９２の端に連結されたデータパッド９８とが配置されている。また、画面表示部の外側の
周縁には共通信号線２５が形成されており、共通信号線２５には外部から共通信号の伝達
を受けて共通信号線２５に伝達する共通パッド２７が連結されており、共通パッド２７は
画面表示部の外側の周辺部に形成されている。共通配線２５、２７を画面表示部１の外側
に形成しブラックマトリックス２２の横部と同様にブラックマトリックス２２の縦部を画
面表示部の境界線１まで覆うように形成することもできる。一方、線２で囲まれた周辺部
の外側である外郭部には整列キー２９が形成されている。
【００４６】
　ここで、整列キー２９は図１の外郭部１１の角部にそれぞれ形成されるのが好ましく、
共通信号線２５はゲートパッド２６が形成された一つの辺を除いた周辺部１１５、１２５
、１３５、１４５、１５５、１６５の周囲に形成されるのが好ましく、これについては以
後に詳細に説明する。
【００４７】
　図３及び図４は図２の画面表示部の薄膜トランジスタと画素電極及び配線と周辺部のパ
ッドを拡大して示したものであって、図３は配置図であり、図４は図３のIV－IV´線に沿
って切断して示した断面図である。
【００４８】
　まず、下部絶縁基板１０の上部に銅系列またはアルミニウム系列あるいはクロムまたは
モリブデン系列あるいは窒化クロムまたは窒化モリブデンなどを含む単一膜または多層膜
からなるブラックマトリックス２２が形成されている。ブラックマトリックス２２はマト
リックス形態の画素に対応して開口部を有する網形態で形成されており、画素と画素の間
から漏洩する光を遮断するように構成される。このブラックマトリックス２２は、以後に
形成される薄膜トランジスタの半導体層７０に入射する光を遮断するために変形された構
成とすることもできる。一方、ブラックマトリックス２２と同一の層には、以後に形成さ
れる画素電極１１２と対向して液晶分子を駆動するための電気場を形成する共通信号線２
５と、共通信号線２５に接続され、外部回路からの共通信号を共通信号線２５に伝達する
共通パッド２７（図２参照）が形成されている。また、ブラックマトリックス２２と同一
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の層には製造工程時の層間の整列を正確に調整するための整列キー２９（図２参照）が形
成されており、以後に形成されるゲート配線５２、５６に走査信号またはゲート信号を外
部から伝達するためのゲートパッド２６が形成されている。もちろん、本発明の実施例で
は示されていないが、ゲートパッド２６と同様にブラックマトリックス２２と同一の層に
は以後に形成されるデータ線９２に外部から画像信号を伝達するためのデータパッドを形
成することができる。
【００４９】
　ここで、共通配線２５、２７は基板１０の周囲の周辺部１１５、１２５、１３５、１４
５、１５５、１６５（図１参照）の周囲に形成して画面表示部１１９、１２９、１３９、
１４９、１５９、１６９の周囲の外側から漏洩する光を遮断するようにし、低抵抗を有す
る銅系列、アルミニウム系列または銀系列の導電物質で形成して共通信号の遅延を防止す
ることができる。また、以後に形成される画素配線１１２、１１６、１１８がＩＴＯ（in
dium tin oxide）またはＩＺＯ（indium zinc oxide）であることを考慮してこれらとの
接触特性が良い物質で形成するのが好ましい。
【００５０】
　下部絶縁基板１０の上部画素には端部がブラックマトリックス２２を覆う赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルター３１、３２、３３がそれぞれ形成されている。ここ
で、カラーフィルター３１、３２、３３はブラックマトリックス２２の上部で互いに重な
るように形成してもよく、３５０℃以上の薄膜トランジスタ製造温度によって色特性が変
わらない物質を使用するのが好ましい。
【００５１】
　ブラックマトリックス２２、共通配線２５、２７（図２参照）及びゲートパッド２６と
カラーフィルター３１、３２、３３の上にはＢＣＢ（bisbenzocyclobutene）またはＰＦ
ＣＢ（perfluorocyclobutene）などのように３．０以下の低い誘電率と３００℃以上の耐
熱性を有する物質からなり、平坦化されている有機絶縁膜４０が形成されている。有機絶
縁膜４０にはゲートパッド２６を露出させる接触孔４２、４６がそれぞれ形成されている
。
【００５２】
　有機絶縁膜４０の上部にはアルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウム合金（Ａｌalloy
）、モリブデン（Ｍｏ）またはモリブデン－タングステン（ＭｏＷ）合金、クロム（Ｃｒ
）、タンタル（Ｔａ）、銅（Ｃｕ）または銅合金（Ｃｕ alloy）などの金属あるいは導電
体からなるゲート配線が形成されている。ゲート配線は横方向にのびており、接触孔４２
を通じてゲートパッド２６と連結されている走査信号線またはゲート線５２及び薄膜トラ
ンジスタのゲート電極５６を含む。ここで、ゲート線５２は後述する画素電極１１２と重
なって画素の電荷保存能力を向上させる維持蓄電器をなし、後述する画素電極１１２とゲ
ート線５２との重畳によって発生する維持容量が十分でない場合には維持容量用配線を追
加的に形成することもできる。
【００５３】
　ゲート配線５２、５６は低抵抗を有する銅系列、アルミニウム系列または銀系列などの
単一膜で形成できるが、二重層または三重層で形成することもできる。特に、外部からの
走査信号の伝達を受けるためのゲートパッド２６がゲート配線５２、５６と異なる層に形
成されているためパッド部の接触特性を考慮しなくてもよいので、抵抗が小さい物質の単
一膜で形成するのが容易である。
【００５４】
　有機絶縁膜４０の上には窒化ケイ素（ＳｉＮx）などからなるゲート絶縁膜６０がゲー
ト配線５２、５６を覆っており、ゲート電極５６のゲート絶縁膜６０の上部には水素化非
晶質ケイ素（hydrogenated amorphous silicon）などの半導体からなる半導体層７０が島
形態で形成されている。半導体層７０の上には燐（Ｐ）などのｎ型不純物で高濃度でドー
ピングされている非晶質ケイ素または微細結晶化されたケイ素または金属シリサイドなど
を含む抵抗性接触層（ohmic contact layer）８５、８６がゲート電極５６を中心にして
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分離されて形成されている。
【００５５】
　ゲート絶縁膜６０及び抵抗性接触層８５、８６の上には低抵抗を有するアルミニウム系
列、銅系列または銀系列の導電物質からなるデータ配線が形成されている。データ配線は
縦方向に形成されているデータ線９２、データ線９２の一端に連結されて外部からの画像
信号の印加を受けるデータパッド９８、そしてデータ線９２と連結されており抵抗性接触
層８５の上に位置するソース電極９５及びデータ線部９２、９５、９８と分離されており
ゲート電極５６に対してソース電極９５の反対側の抵抗性接触層８６の上部に位置する薄
膜トランジスタのドレーン電極９６を含む。
【００５６】
　データ配線９２、９５、９６、９８もゲート配線５２、５６と同様に低抵抗を有する導
電物質の単一層で形成できるが、二重層または三重層で形成されることもできる。もちろ
ん、二重層以上で形成する場合には一つの層は抵抗が小さい物質で形成し他の層は他の物
質との接触特性が良い物質で形成することが好ましく、データパッド９８をゲートパッド
２６と同一の層で形成する場合には他の物質との接触特性を考慮せずに抵抗が小さい導電
物質の単一膜で形成することが好ましい。
【００５７】
　データ配線９２、９５、９６、９８の上には保護膜１００が形成されており、保護膜１
００はドレーン電極９６及びデータパッド９８を露出させる接触孔１０２、１０８を有し
ている。また、ゲート絶縁膜６０と共にゲートパッド２６を露出させる接触孔１０６を有
している。保護膜１００は窒化ケイ素あるいはアクリル系などの有機絶縁物質から形成す
ることができる。
【００５８】
　保護膜１００の上には薄膜トランジスタから画像信号を受けて上板の電極と共に電気場
を生成する画素電極１１２が形成されている。画素電極１１２はＩＴＯ（indium tin oxi
de）またはＩＺＯ（indium zin coxide）などの透明な導電物質からなり、接触孔１０２
を通じてドレーン電極９６と物理的・電気的に連結されて画像信号の伝達を受ける。また
、画素電極１１２は隣接するゲート線５２及びデータ線９２と重なって開口率を高めてい
るが、重ならないこともある。一方、ゲートパッド２６及びデータパッド９８の上には接
触孔１０６、１０８を通じてそれぞれこれらと連結される補助ゲートパッド１１６及び補
助データパッド１１８が形成されており、これらはパッド２６、９８と外部回路装置との
接着性を補完しパッドを保護する役割を果たすものであって、必須なものではなく、これ
らの適用如何は選択的である。
【００５９】
　ここでは画素電極８２の材料の例として透明なＩＴＯまたはＩＺＯをあげたが、反射型
液晶表示装置の場合には不透明な導電物質を使用しても関係ない。
【００６０】
　このような第１参考例による液晶表示装置ではデータ線９２と画素電極１１２との間に
はゲート絶縁膜６０と低い誘電率を有する保護膜１００とが形成されていて、これらの間
で発生するカップリング容量を最少化することができるので表示装置の特性を向上させる
ことができると共にこれらの間に間隔をおく必要がないので開口率を最大限確保すること
ができる。
【００６１】
　以下、第１参考例による液晶表示装置用基板の製造方法について図５乃至図２０と前述
の図１乃至図４に基づいて詳細に説明する。
【００６２】
　まず、図５乃至図６に示されているように、導電物質をスパッタリングなどの方法で蒸
着しマスクを利用した写真エッチング工程で乾式または湿式エッチングして、下部絶縁基
板１０の上にブラックマトリックス２２を形成する。
【００６３】
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　この時、図７に示されているように、基板１０の周辺部１１５、１２５、１３５、１４
５、１５５、１６５（図１参照）の周囲に共通信号線２５及び共通パッド２７を含む共通
配線とゲートパッド２６とを形成することができ、外郭部１１（図１参照）に整列キー２
９を形成する。
【００６４】
　このように、ブラックマトリックス２２を形成すると共に整列キー２９を形成すると、
以後に形成するゲート配線５２、５６またはデータ配線９２、９５、９６などのような薄
膜を誤整列無しで正確に形成することができる。
【００６５】
　ここで、導電物質はアルミニウムまたはアルミニウム合金、銅または銅合金あるいは銀
系列などのように低抵抗を有する導電物質またはＩＴＯとの接触特性が優れたクロムまた
はモリブデンまたはチタニウムまたは反射度が低い窒化クロムなどを含む多層膜で形成す
るのが好ましい。
【００６６】
　もちろん、ここでデータパッドを追加的に形成することができ、以後に形成するカラー
フィルター３１、３２、３３を整列するための整列キー、基板１０を完成した後に切断す
るための切断用整列キーまたは液晶表示装置の二つの基板の間に注入されている液晶物質
を封印するための封印材を整列するための整列キーなどを追加的に形成することもできる
。
【００６７】
　次いで、図８及び図９に示されているように、赤、緑、青の顔料を含む感光性物質を順
次に塗布しマスクを利用した写真工程でパターニングして赤、緑、青のカラーフィルター
３１、３２、３３を順次に形成する。この時、感光性物質は３５０℃以上の温度でも色特
性が変わらない耐熱性物質を使用するのが好ましく、赤、緑、青のカラーフィルター３１
、３２、３３は三枚のマスクを使用して形成するが、製造費用を節減するために一つのマ
スクを移動しながら使用して形成することもできる。また、レーザー転写法（laser tran
scription）またはプリント（print）法を利用するとマスクを使用しないで形成すること
ができ、製造費用を軽減することもできる。この時、図面に示されているように、赤、緑
、青のカラーフィルター３１、３２、３３の端部はブラックマトリックス２２と重なるよ
うに形成するのが好ましい。
【００６８】
　この時、図１０に示されているように、カラーフィルター３１、３２、３３を形成する
時、整列キー２９がカラーフィルター用感光性物質によって覆われないようにシャドーマ
スク５００を使用する。
【００６９】
　一方、ブラックマトリックス２２を形成する工程で整列キー２９を形成しない場合には
、図１０に示されているように、カラーフィルター用感光性物質を利用して多数の整列キ
ー３９を形成することができる。
【００７０】
　次いで、図１１及び図１２に示されているように、下部絶縁基板１０の上部に３５０℃
以上の耐熱特性と平坦化特性が優れた有機物質を利用して有機絶縁膜４０を形成する。こ
のような有機物質にはＢＣＢまたはＰＦＣＢなどがある。その後、マスクを利用した写真
エッチング工程でゲートパッド２６を露出させる接触孔４２、４６を形成し、乾式エッチ
ングを用いる。この時、共通配線２５、２７を露出させる接触孔も共に形成し、有機絶縁
膜４０を感光性物質で形成する場合には写真工程のみでも接触孔を形成することができる
。もちろん、ゲートパッド２６及び共通配線２５、２７を形成しない場合には有機絶縁膜
４０をパターニングしなくてもよく、データパッドもブラックマトリックス２２と同一の
層で形成する場合にはデータパッドを露出させる接触孔も共に形成する。
【００７１】
　次いで、図１３及び図１４に示されているように、アルミニウムまたはアルミニウム合
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金、銅または銅合金あるいは銀系列などのように低抵抗を有するゲート配線用導電物質を
順次にスパッタリングなどの方法で蒸着しマスクを利用した写真エッチング工程で乾式ま
たは湿式エッチングして、基板１０の上に接触孔４２を通じてゲートパッド２６と連結さ
れるゲート線５２及びゲート電極５６を含むゲート配線を形成する。この時、ゲート配線
５２、５６を形成するための写真エッチング工程で前で形成した整列キー２９または３９
を用いてマスクを正確に整列させるためにはゲート配線用導電物質が整列キー２９または
３９が形成されている部分には積層されないようにしなければならない。このためにはシ
ャドーマスク５００を用いて整列キー２９または３９が形成されている部分を図１０のよ
うに覆った後、ゲート配線用導電物質を積層する。これによって写真工程でゲート配線を
形成するためのマスクを正確に整列キー２９または３９を用いて整列することができる。
この時、ゲート配線５２、５６は、図１３及び図１４に示されているように、ブラックマ
トリックス２２の横部の内側に形成するのが好ましい。
【００７２】
　一方、シャドーマスク５００を使用しない場合にはゲート配線用導電物質を積層し外郭
部１１（図１参照）に形成されている整列キー２９または３９が露出されるようにゲート
配線用導電物質を選択的にエッチングして除去した後、整列キー２９、３９を用いてマス
クを整列した後、ゲート配線用導電物質をパターニングしてゲート配線５２、５６を形成
することもできる。また、外郭部１１（図１参照）に平坦化されている有機絶縁膜４０を
除去して整列キー２９または３９を露出させることでゲート配線用導電物質を積層した時
に整列キー２９または３９による段差が形成されるようにした後、レーザーを照射して段
差による位置情報を得てマスクを整列してゲート配線５２、５６を形成することができる
。また、ゲート配線用導電物質を積層した後、基板１０の下部でレーザーを照射して整列
キーの位置情報を正確に得てこれに基づいてマスクを整列してゲート配線を形成すること
もできる。
【００７３】
　ここでは、前述のように、以後に画素配線１１２、１１６、１１８をＩＴＯ（indium t
in oxide）で形成しても、ゲートパッド２６がゲート配線５２、５６と異なる層に形成さ
れるため、ゲート配線５２、５６をアルミニウムまたはアルミニウム合金のように低抵抗
導電物質のみの単一膜で形成することができる。従って、多層膜で形成する場合の多数の
エッチング条件を適用してゲート配線５２、５６を形成する場合より製造工程を単純化す
ることができる。もちろん、ゲートパッド２６とゲート配線５２、５６とを同一の層で形
成する場合には低抵抗を有する導電物質とＩＴＯまたはＩＺＯとの接触特性が良い導電物
質からなる二重膜で形成するのが好ましい。
【００７４】
　その後、図１５及び図１６に示されているように、ゲート絶縁膜６０、半導体層７０、
抵抗性接触層８０を化学気相蒸着法を用いてそれぞれ蒸着し、マスクを利用した写真工程
でパターニングしてゲート電極２６と対向するゲート絶縁膜６０の上部に島形態の半導体
層７０及び抵抗性接触層８０を形成する。
【００７５】
　その後、図１７乃至図１８に示されているように、モリブデンまたはモリブデン合金あ
るいはクロムを積層した後、マスクを利用した写真工程でパターニングしてゲート線５２
と交差してマトリックス形態の画素を定義するデータ線９２、データ線９２と連結されて
ゲート電極５６の上部まで延長されているソース電極９５、データ線９２の一端に連結さ
れているデータパッド９８及びソース電極９５と分離されておりゲート電極５６を中心に
してソース電極９５と対向するドレーン電極９６を含むデータ配線を形成する。
【００７６】
　次いで、データ配線９２、９５、９６、９８で覆われないドーピングされた非晶質ケイ
素層パターン８０をエッチングしてゲート電極５６を中心にして両側に分離させる一方、
両側のドーピングされた非晶質ケイ素層８５、８６の間の半導体層パターン７０を露出さ
せる。
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【００７７】
　次いで、図１９及び図２０に示されているように、窒化ケイ素または有機絶縁膜からな
る保護膜１００を積層した後、マスクを利用した写真エッチング工程でゲート絶縁膜６０
と共に乾式エッチングでパターニングして、ゲートパッド２６、ドレーン電極９６及びデ
ータパッド９８を露出させる接触孔１０６、１０２、１０８を形成する。この時、共通配
線２５、２７を露出させる接触孔を形成することができる。
【００７８】
　その後、図３及び図４に示されているように、ＩＴＯ膜を積層しマスクを利用したパタ
ーニングを実施して接触孔１０２を通じてドレーン電極９６と連結される画素電極１１２
と、接触孔１０６、１０８を通じてゲートパッド２６及びデータパッド９８とそれぞれ連
結される補助ゲートパッド１１６及び補助データパッド１１８をそれぞれ形成する。
【００７９】
　一方、下部絶縁基板１０と対向する上部絶縁基板（図示しない）には上部にＩＴＯまた
はＩＺＯまたは銀合金の導電物質を積層して共通電極を形成する。
【００８０】
　このような第１参考例による液晶表示装置の製造方法では、前述のように、ブラックマ
トリックス２２またはカラーフィルター３１、３２、３３を形成する時に整列キー２９、
３９を形成することによって、以後に形成されるゲート配線またはデータ配線などの薄膜
を正確に整列して形成することができる。また、下部基板１０の上部にカラーフィルター
３１、３２、３３及びブラックマトリックス２２を薄膜トランジスタと共に形成すること
によって下部基板と上部基板の整列誤差を考慮しなくてもよいので開口率を向上させるこ
とができる。
【００８１】
　また、第１参考例による製造方法では低単価工程であるカラーフィルター３１、３２、
３３を薄膜トランジスタより先に形成することによってカラーフィルター工程での不良発
生が最終的な収率に影響を与えないので製造費用を低減できる。また、カラーフィルター
製造工程と薄膜トランジスタ製造工程を別途の製造ラインで実施できるので製造効率性を
向上できる。即ち、有機絶縁膜５０でコーティングされたカラーフィルターを有する基板
を外部に注文したり完成した後、別途の工程で５枚のマスクを利用した写真エッチング工
程で薄膜トランジスタアレイ基板製造工程を実施することができる。
【００８２】
　また、ゲート線５２及びデータ線９２を銅または銅合金あるいはアルミニウムまたはア
ルミニウム合金などの低抵抗導電物質で形成することによって高精細大画面の液晶表示装
置の製造方法に容易に適用することができる。
【００８３】
　また、上部絶縁基板には共通電極のみを形成することによって基板の厚さを最小化する
ことができ、材質の制限がないので製造費用を減少させることができ、共通電極に開口部
を形成するＰＶＡ（patterned vertical align）方式の液晶表示装置にも容易に適用する
ことができる。
（第２参考例）
　このような方法は、前述のように、有機絶縁膜４０を形成した以後の工程を５枚のマス
クを使用する製造方法に適用したが、４枚のマスクを使用する液晶表示装置用薄膜トラン
ジスタ基板の製造方法でも同一に適用することができる。これについて図面に基づいて詳
細に説明する。ここでは、ゲートパッドをゲート配線と同一の層で形成することにする。
【００８４】
　まず、図２１乃至図２３に基づいて４枚マスクを使用して完成された液晶表示装置用薄
膜トランジスタ基板の単位画素構造について詳細に説明する。
【００８５】
　図２１は第２参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図であり、図２
２及び図２３はそれぞれ図２１に示した薄膜トランジスタ基板をＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ´線
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及びＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ´線に沿って切断して示した断面図である。
【００８６】
　まず、絶縁基板１０の上に第１実施例と同様にブラックマトリックス２２及びカラーフ
ィルター３１、３２、３３とこれらを覆う有機絶縁膜４０が形成されている。
【００８７】
　有機絶縁膜４０の上にはゲート線５２、ゲートパッド５４及びゲート電極５６を含むゲ
ート配線が形成されている。ゲート配線は基板１０の上部にゲート線５２と平行で上板の
共通電極に入力される共通電極電圧などの電圧の印加を外部から受ける維持電極５８を含
む。維持電極５８は後述する画素電極１１２と連結された維持蓄電器用導電体パターン９
８と重なって画素の電荷保存能力を向上させる維持蓄電器をなし、後述する画素電極１１
２とゲート線５２の重畳で発生する維持容量が十分な場合には形成しないこともある。
【００８８】
　ゲート配線５２、５４、５６、５８の上には窒化ケイ素（ＳｉＮX）などからなるゲー
ト絶縁膜６０が形成されてゲート配線５２、５４、５６、５８を覆っている。
【００８９】
　ゲート絶縁膜６０の上には水素化非晶質ケイ素（hydrogenated amorphous silicon）な
どの半導体からなる半導体パターン７２、７８が形成されており、半導体パターン７２、
７８の上には燐（Ｐ）などのｎ型不純物で高濃度でドーピングされている非晶質ケイ素な
どからなる抵抗性接触層（ohmic contact layer）パターンまたは中間層パターン８５、
８６、８８が形成されている。
【００９０】
　抵抗性接触層パターン８５、８６、８８の上にはＭｏまたはＭｏＷ合金、Ｃｒ、Ａｌま
たはＡｌ合金、Ｔａなどの導電物質からなるデータ配線が形成されている。データ配線は
縦方向に形成されているデータ線９２、データ線９２の一端に連結されて外部からの画像
信号の印加を受けるデータパッド９４、データ線９２の分枝である薄膜トランジスタのソ
ース電極９５からなるデータ線部を含み、また、データ線部９２、９４、９５と分離され
ておりゲート電極５６または薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃに対してソース電極９５
の反対側に位置する薄膜トランジスタのドレーン電極９６と維持電極５８の上に位置して
いる維持蓄電器用導電体パターン９８も含む。維持電極５８を形成しない場合には維持蓄
電器用導電体パターン９８も形成しない。
【００９１】
　データ配線９２、９４、９５、９６、９８もゲート配線５２、５４、５６、５８と同様
に単一層で形成することができるが、二重層または三重層で形成することもできる。もち
ろん、二重層以上で形成する場合には一つの層は抵抗が小さい物質で形成し他の層は他の
物質との接触特性が良い物質で形成するのが好ましい。
【００９２】
　接触層パターン８５、８６、８８はその下部の半導体パターン７２、７８とその上部の
データ配線９２、９４、９５、９６、９８の接触抵抗を低下させる役割を果たし、データ
配線９２、９４、９５、９６、９８と完全に同一な形態を有する。即ち、データ線部中間
層パターン８５はデータ線部９２、９４、９５と同一で、ドレーン電極用中間層パターン
８６はドレーン電極９６と同一で、維持蓄電器用中間層パターン８８は維持蓄電器用導電
体パターン９８と同一である。
【００９３】
　一方、半導体パターン７２、７８は薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃを除いてデータ
配線９２、９４、９５、９６、９８及び抵抗性接触層パターン８５、８６、８７と同一の
形態をしている。具体的には、維持蓄電器用半導体パターン４８と維持蓄電器用導電体パ
ターン９８及び維持蓄電器用接触層パターン８８は同一の形態であるが、薄膜トランジス
タ用半導体パターン７２はデータ配線及び接触層パターンの残り部分と多少異なる。即ち
、薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃでデータ線部９２、９４、９５、特にソース電極９
５とドレーン電極９６が分離されており、データ線部中間層パターン８５とドレーン電極
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用接触層パターン８６も分離されているが、薄膜トランジスタ用半導体パターン７２はこ
こで分割されないで連結されて薄膜トランジスタのチャンネルを生成する。
【００９４】
　データ配線９２、９４、９５、９６、９８の上には保護膜１００が形成されており、保
護膜１００はドレーン電極９６、データパッド９４及び維持蓄電器用導電体パターン９８
を露出させる接触孔１０２、１０４、１０８を有しており、また、ゲート絶縁膜６０と共
にゲートパッド５４を露出させる接触孔１０６を有している。保護膜１００は窒化ケイ素
あるいはアクリル系などの有機絶縁物質からなることができる。
【００９５】
　保護膜１００の上には薄膜トランジスタから画像信号を受けて上板の電極と共に電気場
を生成する画素電極１１２が形成されている。画素電極１１２はＩＴＯ（indium tin oxi
de）またはＩＺＯ（indium zinc oxide）などの透明な導電物質からなり、接触孔１０２
を通じてドレーン電極９６と物理的・電気的に連結されて画像信号の伝達を受ける。また
、画素電極１１２は隣接するゲート線５２及びデータ線９２と重なっていて開口率を高め
ているが、重ならないこともある。また、画素電極１１２は接触孔１０８を通じて維持蓄
電器用導電体パターン９８とも連結されて導電体パターン９８に画像信号を伝達する。一
方、ゲートパッド５４及びデータパッド９４の上には接触孔１０６、１０４を通じてそれ
ぞれこれらと連結される補助ゲートパッド１１４及び補助データパッド１１６が形成され
ており、これらはパッド５４、９４と外部回路装置との接着性を補完しパッドを保護する
役割を果たすものであって、必須なものではなく、これらの適用如何は選択的である。
【００９６】
　以下、図２１乃至図２３の構造を有する液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を４枚の
マスクを用いて製造する方法について図２１乃至図２３と図２４乃至図４３を参照して詳
細に説明する。
【００９７】
　まず、図２４乃至図２６に示されているように、第１参考例と同様に基板１０の上部に
ブラックマトリックス２２、カラーフィルター３１、３２、３３及び有機絶縁膜４０を順
次に形成する。この時にも、第１参考例と同一に整列キー２９または３９（図７または図
１０参照）を形成する。
【００９８】
　次いで、図２７乃至図２９に示されているように、第１マスクを利用した写真エッチン
グ工程で有機絶縁膜４０の上にゲート線５２、ゲートパッド５４、ゲート電極５６及び維
持電極５８を含むゲート配線を形成する。この時にも、第１参考例と同一に多様な方法で
整列キーを覆わないようにしたり、整列キーの位置情報を得て第１マスクを整列した後、
通常のパターニング工程でゲート配線５２、５４、５６を形成する。
【００９９】
　その後、図３０及び図３１に示されているように、ゲート絶縁膜６０、半導体層７０、
中間層８０を化学気相蒸着法を利用してそれぞれ１，５００Å乃至５，０００Å、５００
Å乃至２，０００Å、３００Å乃至６００Åの厚さで連続蒸着し、次いで金属などの導電
体層９０をスパッタリングなどの方法で１，５００Å乃至３，０００Åの厚さで蒸着した
後、その上に感光膜１３０を１μｍ乃至２μｍの厚さで塗布する。
【０１００】
　その後、第２マスクを通じて感光膜１３０に光を照射した後に現像して、図３３及び図
３４に示されているように、感光膜パターン１３２、１３４を形成する。この時、感光膜
パターン１３２、１３４中の薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃ、即ち、ソース電極９５
とドレーン電極９６との間に位置した第１部分１３４はデータ配線部Ａ、即ち、データ配
線９２、９４、９５、９６、９８が形成される部分に位置した第２部分１３２より厚さが
小さく形成されるようにし、その他の部分Ｂの感光膜は全て除去する。この時、チャンネ
ル部Ｃに残っている感光膜１３４の厚さとデータ配線部Ａに残っている感光膜１３２の厚
さの比は後述するエッチング工程の工程条件に応じて異なるようにしなければならず、第
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１部分１３４の厚さを第２部分１３２の厚さの１／２以下とするのが好ましく、例えば、
４，０００Å以下であるのが良い。
【０１０１】
　このように、位置に応じて感光膜の厚さを異にする方法には多様なものがあり、Ａ領域
の光透過量を調節するために主にスリット（slit）または格子形態のパターンを形成した
り半透明膜を使用する。
【０１０２】
　この時、スリットの間に位置したパターンの線幅またはパターン間の間隔、即ち、スリ
ットの幅は露光時に使用する露光器の分解能より小さいことが好ましく、半透明膜を使用
する場合にはマスクを製作する時に透過率を調節するために異なる透過率を有する薄膜を
使用したり厚さが異なる薄膜を使用することができる。
【０１０３】
　このようなマスクを通して感光膜に光を照射すると光に直接露出される部分では高分子
が完全に分解され、スリットパターンまたは半透明膜が形成されている部分では光の照射
量が少ないので高分子は完全分解されない状態であり、遮光幕で遮られた部分では高分子
が殆ど分解されない。次いで、感光膜を現像すると、高分子の分子が分解されない部分の
みが残り、光が少量照射された中央部分には光を全く照射されない部分より薄い感光膜が
残ることができる。この時、露光時間を長くすると全ての分子が分解されるので、そのよ
うにならないようにしなければならない。
【０１０４】
　このような薄い感光膜１３４はリフローが可能な物質からなる感光膜を使用し、光が完
全に透過することができる部分と光が完全に透過することができない部分とに分けられた
通常のマスクで露光した後、現像しリフローさせて感光膜が残留しない部分に感光膜の一
部が流れるようにすることによって形成することもできる。
【０１０５】
　次いで、感光膜パターン１３４及びその下部の膜、即ち、導電体層９０、中間層８０及
び半導体層７０に対するエッチングを行う。この時、データ配線部Ａにはデータ配線及び
その下部の膜がそのまま残っており、チャンネル部Ｃには半導体層のみが残っていなけれ
ばならず、その他の部分Ｂでは前記３つの層９０、８０、７０が全て除去されてゲート絶
縁膜３０が露出されなければならない。
【０１０６】
　まず、図３５及び図３６に示されているように、その他の部分Ｂの露出されている導電
体層９０を除去してその下部の中間層８０を露出させる。この過程では乾式エッチングま
たは湿式エッチング方法を全て使用することができ、この時、導電体層９０はエッチング
され感光膜パターン１３２、１３４は殆どエッチングされない条件下で行うのが好ましい
。しかし、乾式エッチングの場合、導電体層９０のみをエッチングし感光膜パターン１３
２、１３４はエッチングされない条件を探すことが難しいので感光膜パターン１３２、１
３４も共にエッチングされる条件下で行うことができる。この場合には湿式エッチングの
場合より第１部分１３４の厚さを厚くしてこの過程で第１部分１３４が除去されて下部の
導電体層９０が露出されることが発生しないようにする。
【０１０７】
　導電体層９０がＭｏまたはＭｏＷ合金、ＡｌまたはＡｌ合金、Ｔａのうちのいずれかの
一つである場合には乾式エッチングまたは湿式エッチングのうちのいずれでも可能である
。しかし、Ｃｒは乾式エッチング方法ではよく除去されないため、導電体層９０がＣｒで
ある場合には湿式エッチングのみを利用することが好ましい。導電体層９０がＣｒである
湿式エッチングの場合にはエッチング液としてＣｅＮＨＯ3を使用することができ、導電
体層９０がＭｏまたはＭｏＷである乾式エッチングの場合のエッチング気体としてはＣＦ

4とＨＣｌの混合気体またはＣＦ4とＯ2の混合気体を使用することができ後者の場合は感
光膜に対するエッチング比も殆ど類似する。
【０１０８】
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　このようにすると、図３５及び図３６に示されているように、チャンネル部Ｃ及びデー
タ配線部Ｂの導電体層、即ち、ソース／ドレーン用導電体パターン９７と維持蓄電器用導
電体パターン９８のみが残りその他の部分Ｂの導電体層９０は全て除去されてその下部の
中間層８０が露出される。この時、残った導電体パターン９７、９８はソース及びドレー
ン電極９５、９６が分離されないで連結されている点以外はデータ配線９２、９４、９５
、９６、９８の形態と同一である。また、乾式エッチングを使用した場合、感光膜パター
ン１３２、１３４もある程度の厚さでエッチングされる。
【０１０９】
　次いで、図３７及び図３８に示されているように、その他の部分Ｂの露出された中間層
８０及びその下部の半導体層７０を感光膜の第１部分１３４と共に乾式エッチング方法で
同時に除去する。この時のエッチングは感光膜パターン１３２、１３４と中間層８０及び
半導体層７０（半導体層と中間層はエッチング選択性が殆ど無い）が同時にエッチングさ
れゲート絶縁膜６０はエッチングされない条件下で行わなければならず、特に感光膜パタ
ーン１３２、１３４と半導体層７０に対するエッチング比が殆ど同一な条件でエッチング
するのが好ましい。例えば、ＳＦ6とＨＣｌの混合気体、またはＳＦ6とＯ2の混合気体を
使用すると殆ど同一の厚さで二つの膜をエッチングすることができる。感光膜パターン１
３２、１３４と半導体層７０に対するエッチング比が同一な場合、第１部分１３４の厚さ
は半導体層７０と中間層８０の厚さとを合せたものと同一であったりまたはそれより小さ
くなければならない。
【０１１０】
　このようにすると、図３７及び図３８に示されているように、チャンネル部Ｃの第１部
分１３４が除去されてソース／ドレーン用導電体パターン９７が露出され、その他の部分
Ｂの中間層８０及び半導体層７０が除去されてその下部のゲート絶縁膜６０が露出される
。一方、データ配線部Ａの第２部分１３２もエッチングされるので厚さが薄くなる。また
、この段階で半導体パターン７２、７８が完成される。図面符号８７と８８はそれぞれソ
ース／ドレーン用導電体パターン９７の下部の中間層パターンと維持蓄電器用導電体パタ
ーン９８の下部の中間層パターンを指す。
【０１１１】
　次いで、アッシング（ashing）を実施してチャンネル部Ｃのソース／ドレーン用導電体
パターン９７の表面に残っている感光膜クズを除去する。
【０１１２】
　その後、図３９及び図４０に示されているように、チャンネル部Ｃのソース／ドレーン
用導電体パターン９７及びその下部のソース／ドレーン用中間層パターン８７をエッチン
グして除去する。この時、エッチングはソース／ドレーン用導電体パターン９７と中間層
パターン８７の両方に対して乾式エッチングのみで行うことができ、ソース／ドレーン用
導電体パターン９７に対しては湿式エッチングで、中間層パターン８７に対しては乾式エ
ッチングで行うこともできる。前者の場合、ソース／ドレーン用導電体パターン９７と中
間層パターン８７のエッチング選択比が大きい条件下でエッチングを行うことが好ましく
、これはエッチング選択比が大きくない場合にはエッチング終点を探すことが難しいため
チャンネル部Ｃに残る半導体パターン７２の厚さを調節することが容易ではないためであ
る。例えば、ＳＦ6とＯ2の混合気体を使用してソース／ドレーン用導電体パターン９７を
エッチングすることをあげることができる。湿式エッチングと乾式エッチングを交互に使
用する後者の場合には湿式エッチングされるソース／ドレーン用導電体パターン９７の側
面はエッチングされるが、乾式エッチングされる中間層パターン８７は殆どエッチングさ
れないので階段形態で形成される。中間層パターン８７及び半導体パターン７２をエッチ
ングする時に使用するエッチング気体の例としては前で言及したＣＦ4とＨＣｌの混合気
体またはＣＦ4とＯ2の混合気体をあげることができ、ＣＦ4とＯ2を使用すると均一な厚さ
で半導体パターン７２を残すことができる。この時、図４０に示されているように、半導
体パターン７２の一部が除去されて厚さが小さくなることもあり、感光膜パターンの第２
部分１３２もこの時にある程度の厚さでエッチングされる。この時のエッチングはゲート
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絶縁膜６０がエッチングされない条件下で行わなければならず、第２部分１３２がエッチ
ングされてその下部のデータ配線９２、９４、９５、９６、９８が露出されることがない
ように感光膜パターンが厚いのが好ましいことはもちろんである。
【０１１３】
　このようにすると、ソース電極９５とドレーン電極９６とが分離されながらデータ配線
９２、９４、９５、９６、９８とその下部の接触層パターン８５、８６、８８が完成され
る。
【０１１４】
　最後にデータ配線部Ａに残っている感光膜第２部分１３２を除去する。しかし、第２部
分１３２の除去はチャンネル部Ｃソース／ドレーン用導電体パターン９７を除去した後、
その下の中間層パターン８７を除去する前に行うこともできる。
【０１１５】
　前述のように、湿式エッチングと乾式エッチングを交互に行ったり乾式エッチングのみ
を使用することができる。後者の場合には一つの種類のエッチングのみを使用するので工
程が比較的簡便であるが、適当なエッチング条件を探すことが難しい。反面、前者の場合
にはエッチング条件を探すことが比較的容易であるが工程が後者に比べて複雑である。
【０１１６】
　このようにしてデータ配線９２、９４、９５、９６、９８を形成した後、図４１乃至図
４３に示されているように窒化ケイ素をＣＶＤ方法で蒸着したり有機絶縁物質をスピンコ
ーティングして３，０００Å以上の厚さを有する保護膜１００を形成する。次いで、第３
マスクを用いて保護膜１００をゲート絶縁膜６０と共にエッチングしてドレーン電極９６
、ゲートパッド５４、データパッド９８及び維持蓄電器用導電体パターン９４をそれぞれ
露出させる接触孔１０１、１０２、１０３、１０４を形成する。
【０１１７】
　最後に、図２１乃至図２３に示されているように、４００Å乃至５００Å厚さのＩＴＯ
層を蒸着し第４マスクを使用してエッチングして画素電極１１２、補助ゲートパッド１１
６及び補助データパッド１１８を形成する。
【０１１８】
　このような第２参考例では第１参考例による効果だけでなくデータ配線６２、６４、６
５、６６、６８とその下部の接触層パターン５５、５６、５８及び半導体パターン４２、
４８を一つのマスクを用いて形成し、その過程でソース電極６５とドレーン電極６６が分
離されることにより製造工程を単純化することができる。
（第１実施例）
　本発明の製造方法では薄膜トランジスタよりカラーフィルターを先に形成し、カラーフ
ィルターの下部にデータ線を形成してブラックマトリックスとして活用することによって
開口率を確保すると共に向上した歩留まりと十分に低い寄生容量を確保する。また、部分
的に異なる厚さを有する感光膜パターンをエッチングマスクとして使用して半導体パター
ンと接触孔を共に形成することで製造工程を単純化する。
【０１１９】
　まず、図４４及び図４５に基づいて本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄膜トラ
ンジスタ基板の構造について詳細に説明する。
【０１２０】
　図４４は本発明の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図であり、
図４５は図４４に示した薄膜トランジスタ基板をＸＬＶ－ＸＬＶ´線に沿って切断して示
した断面図である。図４５は下部基板１０１と下部基板１０１と対向する上部基板２０１
を共に図示した。
【０１２１】
　まず、下部基板１０１には、下部絶縁基板１０の上部に銅または銅合金あるいはアルミ
ニウムまたはアルミニウム合金からなる下部膜９０１とクロムまたはモリブデンまたはモ
リブデン合金または窒化クロムまたは窒化モリブデンなどからなる上部膜９０２を含むデ
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ータ配線が形成されている。データ配線は縦方向にのびているデータ線９２、データ線９
２の端に連結され外部から画像信号の伝達を受けてデータ線９２に伝達するデータパッド
９８及びデータ線９２の分枝であって下部基板１０１の下部から以後に形成される薄膜ト
ランジスタの半導体層７０に入射する光を遮断する光遮断膜９１を含む。ここで、光遮断
膜９１は漏洩する光を遮断するブラックマトリックスの機能も共に有し、データ線９２と
分離して断絶された配線として形成することができる。一方、データ配線９１、９２、９
８と同一の層には画面表示部の端部から漏洩する光を遮断するためのブラックマトリック
スの縦部９９が形成されている。
【０１２２】
　データ配線は二重膜で形成されているが、銅または銅合金、アルミニウム（Ａｌ）また
はアルミニウム合金（Ａｌalloy）、モリブデン（Ｍｏ）またはモリブデン－タングステ
ン（ＭｏＷ）合金、クロム（Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）などの導電物質からなる単一膜で
形成することもできる。ここでは、以後に形成される画素配線１１１、１１２、１１３が
ＩＴＯ（indium tin oxide）であることを考慮して下部膜の場合には下部膜９０１を抵抗
が小さい物質であるアルミニウム、アルミニウム合金または銅（Ｃｕ）で形成し上部膜９
０２は他の物質との接触特性が良い物質であるクロムで形成したが、画素配線１１１、１
１２、１１３がＩＺＯ（indium zinc oxide）である場合にはアルミニウムまたはアルミ
ニウム合金の単一膜で形成することが好ましい。
【０１２３】
　下部絶縁基板１０の上部画素には端部がデータ配線９１、９２を覆う赤（Ｒ）、緑（Ｇ
）、青（Ｂ）のカラーフィルター３１、３２、３３がそれぞれ形成されている。ここで、
カラーフィルター３１、３２、３３はデータ配線９１、９２の上部で互いに重なるように
形成されることができ、３５０℃以上の薄膜トランジスタ製造温度によって色特性が変わ
らない物質を使用するのが好ましい。
【０１２４】
　データ配線９１、９２、９８及びカラーフィルター３１、３２、３３の上にはＢＣＢ（
bisbenzocyclobutene）またはＰＦＣＢ（perfluorocyclobutene）などのように３．０以
下の低い誘電率を有し３００℃以上の耐熱性が優れた物質からなっており、平坦化されて
いる有機絶縁膜４０が形成されている。
【０１２５】
　有機絶縁膜４０の上部にはアルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウム合金（Ａｌ alloy
）、モリブデン（Ｍｏ）またはモリブデン－タングステン（ＭｏＷ）合金、クロム（Ｃｒ
）、タンタル（Ｔａ）、銅（Ｃｕ）または銅合金（Ｃｕ alloy）などの金属または導電体
からなるゲート配線が形成されている。ゲート配線は横方向にのびてデータ線９２と交差
して単位画素を定義する走査信号線またはゲート線５２、ゲート線５２の端に連結されて
おり外部からの走査信号の印加を受けてゲート線５２に伝達するゲートパッド５４及びゲ
ート線５２の一部である薄膜トランジスタのゲート電極５６を含む。ここで、ゲート線５
２は後述する画素電極１１２と重なって画素の電荷保存能力を向上させる維持蓄電器をな
し、後述する画素電極１１２とゲート線５２の重畳によって発生する維持容量が十分では
ない場合には維持容量用共通電極を形成することもできる。一方、ゲート配線５２、５４
、５６と同一の層には画面表示部の縁周から漏洩する光を遮断するためのブラックマトリ
ックスの縦部５９が形成されている。
【０１２６】
　ゲート配線５２、５４、５６はデータ配線９１、９２、９８のように低抵抗を有する銅
またはアルミニウムまたはアルミニウム合金などの単一膜で形成されることができるが、
二重層または三重層で形成されることもできる。二重層以上で形成する場合には一つの層
は抵抗が小さい物質で形成し他の層は他の物質との接触特性が良い物質で形成することが
好ましく、Ａｌ（またはＡｌ合金）／Ｃｒの二重層またはＣｕ／Ｃｒの二重層がその例で
ある。また、接触特性を改善するために窒化クロム膜または窒化モリブデン膜などを追加
することもできる。図２４に示されているように、本発明の実施例でゲート配線５２、５
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４、５６はクロムからなる下部膜５０１とアルミニウム合金であるＡｌ－Ｎｄからなる上
部膜５０２とを含む。
【０１２７】
　ゲート配線５２、５４、５６及び有機絶縁膜４０の上には窒化ケイ素（ＳｉＮX）など
からなるゲート絶縁膜６０が形成されており、ゲート電極５６のゲート絶縁膜６０の上部
には水素化非晶質ケイ素（hydrogenated amorphous silicon）などの半導体からなる半導
体層７０が島形態で形成されている。半導体層７０の上には燐（Ｐ）などのｎ型不純物で
高濃度でドーピングされている非晶質ケイ素または微細結晶化されたケイ素または金属シ
リサイドなどを含む抵抗性接触層（ohmic contact layer）８５、８６がゲート電極５６
を中心にして分離されて形成されている。
【０１２８】
　接触層８２、８６の上にはＩＴＯからなるソース用電極及びドレーン用電極１１１、１
１３がそれぞれ形成されている。ソース用電極１１１はゲート絶縁膜６０及び有機絶縁膜
４０に形成されている接触孔６１を通じてデータ線９２と連結されており、ドレーン用電
極１１３は画素領域に形成されており薄膜トランジスタから画像信号を受けて上板の電極
と共に電気場を生成する画素電極１１２と連結されている。画素配線１１１、１１２、１
１３はＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質で形成され、ドレーン用電極１１３と物
理的・電気的に一体に連結されて画像信号の伝達を受ける。また、画素配線１１１、１１
２、１１３と同一の層には接触孔６４、６８を通じてゲートパッド５４及びデータパッド
９８とそれぞれ連結されている補助ゲートパッド１１４及び補助データパッド１１８が形
成されている。ここで、補助ゲートパッド１１４はゲートパッド５４の下部膜５０１であ
るクロム膜と直接接触しており、補助データパッド１１８もデータパッド９８の上部膜９
０２であるクロム膜と直接接触している。この時、ゲートパッド５４及びデータパッド９
８が窒化クロム膜または窒化モリブデン膜を含む場合には補助ゲートパッド１１４及び補
助データパッド１１８は窒化クロム膜または窒化モリブデン膜と接触するのが好ましい。
これらはパッド５４、９８と外部回路装置との接着性を補完しパッドを保護する役割を果
たすものであって必須なものではなく、これらの適用如何は選択的である。また、画素電
極１１２は隣接するゲート線５２及びデータ線９２と重なって開口率を高めるが、重なら
ないこともある。
【０１２９】
　ここで、接触層８５、８６はＩＴＯのソース用電極及びドレーン用電極１１１、１１３
と半導体層７０との間の接触抵抗を減少させる機能を有し、微細結晶化されたケイ素層ま
たはモリブデン、ニッケル、クロムなどの金属シリサイドが含まれることができ、シリサ
イド用金属膜が残留することもできる。
【０１３０】
　ソース用電極及びドレーン用電極１１１、１１３の上部には薄膜トランジスタを保護す
るための保護膜１００が形成されており、その上部には光吸収が有利な濃厚な色を有する
感光性有色有機膜１３３が形成されている。この時、有色有機膜１３３は薄膜トランジス
タの半導体層７０に入射する光を遮断する役割を果たし、有色有機膜１３３の高さを調節
して下部絶縁基板１０とこれと対向する上部絶縁基板２００との間の間隔を維持する機能
を有する間隔維持材１３３として使用することもできる。ここで、保護膜１００と有機膜
１３３はゲート線５２とデータ線９２に沿って形成され、有機膜１３３はゲート配線とデ
ータ配線の周囲から漏洩する光を遮断する役割を有することができる。
【０１３１】
　一方、上部基板２０１には、上部絶縁基板２００の上部にＩＴＯまたはＩＺＯからなり
画素電極１１２と共に電気場を生成する共通電極２１０が全面的で形成されている。
【０１３２】
　ここで、有機膜１３３は上部基板２０１と下部基板１０１を一定の間隔で支持している
間隔維持材の機能を有する。
【０１３３】



(23) JP 5466665 B2 2014.4.9

10

20

30

40

50

　このような本発明の実施例による液晶表示装置ではゲート線５２及びデータ線９２と同
一の層でブラックマトリックスの横部５９及び縦部９９を形成したりゲート線５２とデー
タ線９２をブラックマトリックスとして使用するので上部基板２００にブラックマトリッ
クスが形成される必要がない。従って、上部基板２００と下部基板１０の整列誤差を考慮
しなくてもよいので開口率を向上させることができる。また、データ線９２と画素電極１
１２との間にはゲート絶縁膜６０と低い誘電率を有する有機絶縁膜４０とが形成されてお
り、これらの間で発生するカップリング容量を最少化することができるので表示装置の特
性を向上させることができると共に、これらの間に間隔をおく必要がないので開口率を最
大限確保することができる。
【０１３４】
　また、画素電極１１２とゲート線５２との間にはゲート絶縁膜６０のみが形成されてい
るので、これらの間に維持容量を十分に確保することができる。
【０１３５】
　また、光遮断膜９１を利用して下部基板１０の下部から入射する光を遮断することによ
って、ゲート電極５６の大きさを最適化してゲート電極５６とソース用電極１１１及びド
レーン用電極１１３の間で発生する寄生容量を小さくでき、これらの偏差も小さくできる
。従って、スティッチ（stitch）及びフリッカー（flicker）などの画質不良と光漏れ電
流を低減できる。また、ゲート線５２とデータ線９２との間に有機絶縁膜４０が形成され
ているのでゲート線５２とデータ線９２との間の短絡不良を少なくでき、ゲート絶縁膜６
０の厚さを薄くできるので薄膜トランジスタの特性を向上させることができる。
【０１３６】
　以下、本発明の実施例による液晶表示装置用基板の製造方法について図４６乃至５８と
前述の図４４及び図４５に基づいて詳細に説明する。
【０１３７】
　まず、図４６乃至図４７に示されているように、アルミニウムまたはアルミニウム合金
あるいは銅または銅合金などのように低抵抗を有する導電物質とクロムまたはモリブデン
またはチタニウムまたは窒化クロムまたは窒化モリブデンなどのように他の物質、特にＩ
ＴＯとの接触特性が優れた導電物質を順次にスパッタリングなどの方法で蒸着し、マスク
を利用した写真エッチング工程で乾式または湿式エッチングして、下部絶縁基板１０の上
に下部膜９０１と上部膜９０２からなるデータ線９２、データパッド９８及び光遮断膜９
１を含むデータ配線とブラックマトリックスの縦部９９を形成する。この時、画素の間か
ら漏洩する光を遮断するために光遮断膜９１を多様な形態に形成することができ、以後に
図面を通じて一つの例を詳細に説明する。
【０１３８】
　前述のように、以後に形成される画素配線１１１、１１２、１１３がＩＴＯ（indium t
in oxide）であることを考慮してアルミニウムまたはアルミニウム合金あるいは銅（Ｃｕ
）または銅合金の下部膜９０１とクロム、モリブデン、チタニウムの上部膜９０２で形成
したが、画素配線１１１、１１２、１１３がＩＺＯ（indium zinc oxide）である場合に
はアルミニウムまたはアルミニウム合金の単一膜で形成することができ、銅がＩＺＯ及び
ＩＴＯとの接触特性に優れた場合には銅または銅合金の単一膜で形成して製造工程を単純
化することができる。
【０１３９】
　次いで、図４８及び図４９に示されているように、赤、緑、青の顔料を含む感光性物質
を順次に塗布し、マスクを利用した写真工程でパターニングして赤、緑、青のカラーフィ
ルター３１、３２、３３を順次に形成する。この時、感光性物質は３５０℃以上の温度で
も色特性が変わらない耐熱性物質を使用するのが好ましい。この時、図面に示されている
ように、赤、緑、青のカラーフィルター３１、３２、３３の端部はデータ配線９１、９２
と重なるように形成するのが好ましい。
【０１４０】
　次いで、図５０及び図５１に示されているように、下部絶縁基板１０の上部に３．０以
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下の低い誘電率を有し、３５０℃以上の耐熱特性と平坦化特性が優れた有機物質を利用し
て有機絶縁膜４０を形成する。このような有機物質としてはＢＣＢまたはＰＦＣＢなどが
ある。
【０１４１】
　次いで、クロム、モリブデン、チタニウム、窒化クロムまたは窒化モリブデンなどのよ
うに他の物質、特にＩＴＯとの接触特性が優れた導電物質とアルミニウムまたはアルミニ
ウム合金あるいは銅または銅合金などのように低抵抗を有する導電物質とを順次にスパッ
タリングなどの方法で形成しマスクを利用した写真エッチング工程で乾式または湿式エッ
チングして、基板１０の上に下部膜５０１と上部膜５０２とからなるゲート線５２、ゲー
ト電極５６及びゲートパッド５４を含むゲート配線を形成する。
【０１４２】
　前述のように、以後に形成される画素配線１１１、１１２、１１３がＩＴＯ（indium t
in oxide）であることを考慮して二重膜５０１、５０２で形成したが、データ配線９１、
９２、９８と同様にゲート配線５２、５４、５６も画素配線１１１、１１２、１１３がＩ
ＺＯ（indium zinc oxide）である場合にはアルミニウムまたはアルミニウム合金の単一
膜で形成することができる。
【０１４３】
　その後、図５２及び図５３に示されているように、ゲート絶縁膜６０、半導体層７０、
抵抗性接触層８０を化学気相蒸着法を用いてそれぞれ蒸着し、マスクを利用した写真工程
でパターニングして島形態の半導体層７０及び抵抗性接触層８０と有機絶縁膜４０と共に
データ線９２、ゲートパッド５４及びデータパッド９８をそれぞれ露出させる接触孔６１
、６４、６８を形成する。この時、ゲート電極５６の上部以外の部分では半導体層７０及
び抵抗性接触層８０を全て除去しなければならず、ゲートパッド５４の上部では半導体層
７０及び抵抗性接触層８０と共にゲート絶縁膜６０も除去しなければならず、データ線９
２及びデータパッド９８の上部では半導体層７０、抵抗性接触層８０及びゲート絶縁膜６
０と共に有機絶縁膜４０も除去しなければならない。これを一つのマスクを利用した写真
エッチング工程で形成するためには部分的に異なる厚さを有する感光膜パターンをエッチ
ングマスクとして使用しなければならない。これについて図５４を用いて詳細に説明する
。
【０１４４】
　図５４に示されているように、抵抗性接触層８０の上部に感光膜を１μｍ乃至２μｍの
厚さで塗布する。
【０１４５】
　その後、マスクを利用した写真工程により感光膜に光を照射した後に現像して、図５４
に示されているように、感光膜パターン３１２、３１４を形成する。この時、感光膜パタ
ーン３１２、３１４のうちのゲート電極５６の上部に位置した第１部分３１２は残りの第
２部分３１４より厚さを厚く形成し、データ線９２、データパッド９８及びゲートパッド
５４の一部の上では感光膜を全て除去する。この時、第１部分３１２の厚さと第２部分３
１４の厚さの比は後述するエッチング工程での工程条件に応じて異なるようにしなければ
ならず、第２部分３１４の厚さを第１部分３１２の厚さの１／２以下とするのが好ましく
、例えば、４，０００Å以下であるのが好ましい。
【０１４６】
　このように、位置に応じて感光膜の厚さを異にする方法は第２実施例の方法と同じであ
る。
【０１４７】
　まず、感光膜パターン３１２、３１４をエッチングマスクとして使用して抵抗性接触層
８０、半導体層７０及びゲート絶縁膜６０を乾式エッチングしてゲートパッド５４を露出
させる接触孔６４を完成し、Ｃ領域に対応する部分の有機絶縁膜４０を露出させる。次い
で、感光膜パターン３１２、３１４をエッチングマスクとして使用してＣ領域に対応する
部分の有機絶縁膜４０を乾式エッチングしてデータ線９２及びデータパッド９８を露出さ
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せる接触孔６１、６８を完成し、第２部分３１４を完全に除去する。ここで、第２部分３
１４の感光膜クズを完全に除去するために酸素を利用したアッシング工程を追加すること
もできる。
【０１４８】
　このようにすると、接触孔６１、６４、６８のみが完成され、接触層８０と半導体層７
０及び感光膜パターン３１２は残るようになる。
【０１４９】
　その後、感光膜パターン３１２をエッチングマスクとして使用して抵抗性接触層８０及
びその下部の半導体層７０をエッチングして除去し、図５２及び図５３Ｂに示されている
ように、ゲート電極５６のゲート絶縁膜６０の上部にのみ島形態で半導体層７０と抵抗性
接触層８０を残す。この時、エッチングは乾式エッチングで行われ、半導体層７０とゲー
ト絶縁膜６０のエッチング選択比が１０：１以上でエッチングを行うことが好ましい。
【０１５０】
　最後に第１部分３１４を除去する。
【０１５１】
　この時、クロムまたはモリブデンなどのようにシリサイド形成が可能な金属物質を蒸着
してアニーリングし金属物質を除去して抵抗性接触層８０の上部にシリサイドを追加的に
形成することができる。この時、アルミニウム全面エッチングを共に実施して接触孔６４
を通じて露出されており、アルミニウム合金からなるゲートパッド５４の上部膜５０２を
図５３のように除去するのが好ましい。
【０１５２】
　異なって、図５５に示されているように、３層膜６０、７０、８０と共にクロムまたは
モリブデンなどのようにシリサイド形成可能なシリサイド用金属膜１５０を順次に蒸着し
、図５６に示されているように、半導体層７０及び抵抗性接触層８０と同一の形態でシリ
サイド用金属膜９０を残した後にアニーリングを実施して抵抗性接触層８０とシリサイド
用金属膜１５０との間に金属シリサイドを形成することができる。このような場合には金
属シリサイドを形成した後、シリサイド用金属膜１５０を除去せずに残留させることがで
きる。この時、シリサイド用金属膜１５０がクロムである場合には５００Å以内で形成す
るのが好ましい。これは、クロム膜を５００Å程度に薄く形成する場合には乾式エッチン
グが可能であるため３階膜６０、７０、８０とシリサイド用金属膜１５０を全て乾式エッ
チングのみで処理することができて工程を単純化することができるからである。もちろん
、この場合にも接触孔６１を通じてゲートパッド５４の下部膜５０１を露出させて、以後
に形成されるＩＴＯとの接触特性を向上させパッド部の信頼度を確保するのが好ましい。
【０１５３】
　一方、ソース用電極１１１及びドレーン用電極１１３と抵抗性接触層８０との間の接触
抵抗を減少させることができる金属物質をシリサイド用金属膜１５０の代わりに形成する
ことができる。もちろん、この場合にも乾式エッチングが可能な金属物質を使用するのが
好ましい。
【０１５４】
　その後、図５７及び図５８に示されているように、４００Å乃至５００Å程度の厚さの
ＩＴＯ層を蒸着しマスクを使用してマスクを利用した写真エッチング工程でエッチングし
て画素電極１１２、ソース用電極１１１、ドレーン用電極１１３、補助ゲートパッド１１
４及び補助データパッド１１８を形成する。この時、ＩＴＯ代わりにＩＺＯを使用するこ
ともできる。
【０１５５】
　次いで、ソース用電極１１１とドレーン用電極１１３をエッチングマスクとして使用し
てこれらの間の抵抗性接触層８０をエッチングして二つの部分８５、８６に分離された抵
抗性接触層パターンを形成し、ソース用電極１１１とドレーン用電極１１３との間に半導
体層７０を露出させる。ここで、図５６に示されているように、シリサイド用金属膜１５
０を残留させる場合にはソース用電極１１１とドレーン用電極１１３との間のシリサイド
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用金属膜１５０も抵抗性接触層８０と共に除去してソース用電極１１１とドレーン用電極
１１３との間に半導体層７０を露出させなければならない。図面に示されていないが、抵
抗性接触層パターン８５、８６とソース用電極１１１及びドレーン用電極１１３の間には
金属膜パターンが残留する。
【０１５６】
　最後に、図４４及び図５４に示されているように、下部絶縁基板１０の上部に窒化ケイ
素または酸化ケイ素などの絶縁物質と黒色顔料を含む感光性有機物質などの絶縁物質を順
次に積層し、マスクを利用した写真工程で露光現像して有色有機膜１３３を形成し、これ
をエッチングマスクとして使用してその下部の絶縁物質をエッチングして保護膜１００を
形成する。この時、有色有機膜１３３は薄膜トランジスタに入射する光を遮断し、ゲート
配線またはデータ配線の上部に形成して画素と画素の間にある配線の周囲から漏洩する光
を遮断するために多様な形態で形成することができ、以後に図面を参照して一つの例を説
明する。また、本発明の実施例のように有機膜１３３の高さを調節して間隔維持材として
使用することもできる。
【０１５７】
　一方、上部基板２０１は、上部絶縁基板２００の上部にＩＴＯまたはＩＺＯの透明な導
電物質を積層して共通電極２１０を形成する。
【０１５８】
　このような本発明の実施例による液晶表示装置の製造方法では低単価工程であるカラー
フィルター３１、３２、３３を薄膜トランジスタより先に形成することによってカラーフ
ィルター工程での不良発生が最終的な収率に影響を与えないので製造費用を最小化するこ
とができる。また、カラーフィルター製造工程と薄膜トランジスタの製造工程を別途の製
造ラインで実施することができるので製造効率性を高めることができる。即ち、有機絶縁
膜５０でコーティングされたカラーフィルターを有する基板を外部に注文したり完成した
後、別途の工程で４枚以下のマスクを利用した薄膜トランジスタアレイ基板製造工程を実
施することができる。
【０１５９】
　また、ゲート線５２及びデータ線９８を銅または銅合金またはアルミニウムまたはアル
ミニウム合金などの低抵抗導電物質で形成することによって高精細大画面 の液晶表示装
置製造方法に容易に適用することができる。
【０１６０】
　また、このような液晶表示装置の製造方法では間隔維持材１３０を薄膜トランジスタの
半導体層７０に入射する光を遮断するブラックマトリックスと二つの基板１０１、２０１
を支持することに活用することによって二つの基板１０１、２０１の間隔を維持するため
のスペーサ散布工程（the step of dispensing spacers）を省略することができ、３μｍ
以下の狭いセル間隔を有する構造にも適用することができる。
【０１６１】
　また、上部絶縁基板２００には共通電極２１０のみを形成することによって基板２００
の厚さを最小化することができ、材質の制限がないので製造費用を減少させることができ
、共通電極２１０に開口部を形成するＰＶＡ（patterned vertical align）方式の液晶表
示装置にも容易に適用することができる。
【０１６２】
　また、このような本発明の実施例による液晶表示装置及びその製造方法では５枚のマス
クのみを使用することによって製造工程を単純化することができると共に製造費用を最少
化することができる。
【０１６３】
　また、このような液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法は互いに平行に対向
する共通電極と画素電極が同一の基板に形成されている液晶表示装置の製造方法にも適用
することができる。
（第２実施例）
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　前述の第１実施例では光遮断膜９１及び間隔維持材１３０が薄膜トランジスタに入射す
る光を遮断するように形成されているが、ゲート配線５２、５６の周辺部まで延びて画素
の間から漏洩する光を完全に遮断するように多様な構造を有することができる。これにつ
いて詳細に説明する。
【０１６４】
　図５９は本発明の第２実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の構造を概略
的に示した配置図である。
【０１６５】
　図５９に示されているように、大部分の構造は第１実施例と類似している。
【０１６６】
　しかし、光遮断膜９１が画素の間から漏洩する光を遮断するためにゲート電極５６だけ
でなくゲート線５２とも重なるように横方向に延長されて形成されている。また、間隔維
持材１３３は光遮断膜９１とデータ線９２との間から漏洩する光を遮断するために光遮断
膜９１と重なるように横方向に延長されており、薄膜トランジスタの周辺から漏洩する光
を遮断するために薄膜トランジスタを十分に覆うように第１実施例より広い面積で形成さ
れている。
【０１６７】
　このような構造は、前述のように、画素の間から漏洩する光を遮断することに有利であ
る。
（第３実施例）
　前述のように、第１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の製造方法では
島形態の半導体層７０と接触孔６１、６４、６８を同時に形成したが、接触孔と半導体層
を異なる段階で形成することもできる。これについて詳細に説明する。
【０１６８】
　まず、図６０及び図６１に基づいて本発明の第３実施例による液晶表示装置用薄膜トラ
ンジスタ基板の構造について詳細に説明する。
【０１６９】
　図６０は本発明の第３実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図であ
り、図６１は図６０に示した薄膜トランジスタ基板をＬＸＩ－ＬＸＩ´線に沿って切断し
て示した断面図である。図６１には下部基板１０１と対向する上部基板２０１は第１実施
例の構造と同一なので図示しなかった。
【０１７０】
　図６０及び図６１に示されているように、大部分の構造は第１実施例と類似している。
【０１７１】
　しかし、データ配線９１、９２、９８と同一の層であり、二重膜９０１、９０２からな
る第１補助ゲートパッド９４が形成されており、有機絶縁膜４０にはデータ線９２、第１
補助ゲートパッド９４及びデータパッド９８を露出させる接触孔４１、４２、４４、４８
が形成されている。また、有機絶縁膜４０の上部には低抵抗を有するアルミニウム（Ａｌ
）またはアルミニウム合金（Ａｌ alloy）あるいは銅（Ｃｕ）または銅合金（Ｃｕ alloy
）などの単一膜からなるゲート配線５２、５４、５６が形成されている。ここで、ゲート
パッド５４は接触孔４２を通じて第１補助ゲートパッド９４と連結されている。また、ゲ
ート絶縁膜６０にはデータ線９２、第１補助ゲートパッド９４及びデータパッド９８を露
出させる接触孔６１、６４、６８が形成されており、ゲート絶縁膜６０の上部には接触孔
４１、６１を通じてデータ線９２と連結されているソース用電極１１１が形成されており
、接触孔４４、６４を通じて第１補助ゲートパッド９４と連結されている第２補助ゲート
パッド１１４が形成されている。ここで、第２補助ゲートパッド１１４は第１補助ゲート
パッド９４を経由してゲートパッド５４と電気的に連結されている。
【０１７２】
　以下、本発明の第３実施例による液晶表示装置用基板の製造方法について図６２乃至図
６３と前述の図６０及び図６１に基づいて詳細に説明する。
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【０１７３】
　まず、図６２及び図６３に示されているように、第１実施例と同様に下部絶縁基板１０
の上に下部膜９０１と上部膜９０２とからなるデータ線９２、データパッド９８及び光遮
断膜９１を含むデータ配線を形成する。この時、第１補助ゲートパッド９４も共に形成す
る。
【０１７４】
　次いで、図６４及び図６５に示されているように、マスクを使用しないでレーザー（la
ser）転写法またはプリント（print）法を用いて赤、緑、青の顔料を含む感光性物質を利
用して赤、緑、青のカラーフィルター３１、３２、３３を順次に形成する。次いで、下部
絶縁基板１０の上部に低い誘電率を有し、耐熱特性と平坦化特性が優れた有機物質を積層
しマスクを利用した写真工程でパターニングしてデータ線９２、第１補助ゲートパッド９
４及びデータパッド９８を露出させる接触孔４１、４２、４４、４８を有する有機絶縁膜
４０を形成する。
【０１７５】
　次いで、図６６及び図６７に示されているように、アルミニウムまたはアルミニウム合
金あるいは銅または銅合金などのように低抵抗を有する導電物質をスパッタリングなどの
方法で蒸着しマスクを利用した写真エッチング工程でエッチングして、基板１０の上に単
一膜からなるゲート配線５２、５４、５６を形成する。この時、ゲートパッド５４は接触
孔４２を通じて第１補助ゲートパッド９４と連結されるように形成する。
【０１７６】
　その後、図６８及び図６９に示されているように、ゲート絶縁膜６０、半導体層７０、
抵抗性接触層８０を化学気相蒸着法を用いてそれぞれ蒸着し、マスクを利用した写真工程
でパターニングして島形態の半導体層７０及び抵抗性接触層８０と有機絶縁膜４０の接触
孔４１、４４、４８と共にデータ線９２、第１補助ゲートパッド９４及びデータパッド９
８をそれぞれ露出させる接触孔６１、６４、６８を形成する。この時にも、ゲート電極５
６の上部以外の部分では半導体層７０及び抵抗性接触層８０を全て除去しなければならず
、データ線９２、第１補助ゲートパッド９４及びデータパッド９８一部の上部では半導体
層７０及び抵抗性接触層８０とゲート絶縁膜６０も共に除去しなければならない。これを
一つのマスクを利用した写真工程で形成するためには第１実施例と同様に部分的に異なる
厚さを有する感光膜パターンをエッチングマスクとして使用する。
【０１７７】
　その後、図７０及び図７１に示されているように、４００Å乃至５００Å程度の厚さの
ＩＴＯ層を蒸着しマスクを利用した写真エッチング工程でエッチングして画素電極１１２
、ソース用電極１１１、ドレーン用電極１１３、第２補助ゲートパッド１１４及び補助デ
ータパッド１１８を形成する。
【０１７８】
　次いで、ソース用電極１１１とドレーン用電極１１３をエッチングマスクとして使用し
てこれらの間の抵抗性接触層８０をエッチングして二つの部分８５、８６に分離された抵
抗性接触層を形成し、ソース用電極１１１とドレーン用電極１１３との間に半導体層７０
を露出させる。
【０１７９】
　最後に、図６０及び図６１に示されているように、下部絶縁基板１０の上部に窒化ケイ
素または酸化ケイ素などの絶縁物質と黒色顔料を含む感光性有機物質などの絶縁物質を順
次に積層しマスクを利用した写真工程で露光現像して有色有機膜１３０を形成し、これを
エッチングマスクとして使用してその下部の絶縁物質をエッチングして保護膜１００を形
成する。この時にも、有色有機膜１３０は薄膜トランジスタに入射する光を遮断し、ゲー
ト配線またはデータ配線の上部に形成して配線の周囲から漏洩する光を遮断する機能を付
与することもできる。また、本発明の第１実施例と同様に有色有機膜１３０の高さを調節
して間隔維持材として使用することもできる。
【０１８０】
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　このような本発明の第３実施例による液晶表示装置の製造方法では半導体層７０を形成
する前に有機絶縁膜４０に接触孔４１、４２、４４、４８を形成することによって５枚の
マスクを使用する第１実施例の製造方法より一つのマスクが追加されるが、ゲート配線５
２、５４、５６を単一膜で形成することによって第１実施例よりゲート配線形成工程を単
純化することができる。また、アルミニウム全面エッチング工程を省略することができ、
アルミニウム系列の金属でゲート配線を形成しても第１補助ゲートパッド９４を利用する
ことによってパッド部の信頼性を確保することができる。
【０１８１】
　また、ゲート絶縁膜６０、半導体層７０及び抵抗性接触層８５、８６の形成前に有機絶
縁膜４０に接触孔４１、４２、４４、４８を形成する工程があるため、ゲート配線及びデ
ータ配線と同一の層にそれぞれ静電気保護用配線を形成し、これらを連結することができ
るので追加される工程無しで２Ｇ－３Ｄまたは２Ｇ－２Ｄ静電気保護用配線構造を形成す
ることができる。ここで、２Ｇ－３Ｄまたは２Ｇ－２Ｄ静電気保護用配線構造とは製造工
程時に発生する静電気を放電させるためにゲート配線５２、５４、５６とデータ配線９１
、９２、９８を短絡線を用いて連結する構造をいう。
【０１８２】
　また、このような第５実施例による製造方法でも第３実施例と同様に抵抗性接触層８５
、８６とＩＴＯのソース用電極１１１及びドレーン用電極１１３の間の接触抵抗を最少化
するために金属シリサイドまたは微細結晶化されたケイ素層を追加的に形成することがで
きる。
【０１８３】
　また、カラーフィルター３１、３２、３３と有機絶縁膜４０が形成された基板１０１を
外注する場合、以後の工程は第３実施例と同一な個数のマスクを利用するので第４実施例
による製造方法が第３実施例の製造方法より有利であることもある。
【０１８４】
　一方、このような液晶表示装置の製造方法で良好な性能のＴＦＴを得るためにはゲート
絶縁膜６０に使用される窒化ケイ素を３００℃以上の温度で積層することが好ましいが、
カラーフィルター３１、３２、３３の耐熱温度は２５０℃程度である。３００℃以上の温
度範囲でカラーフィルター３１、３２、３３を覆うゲート絶縁膜６０を形成する場合には
カラーフィルター３１、３２、３３の特性が低下し、２５０℃以下の低い温度でゲート絶
縁膜６０を形成する場合には緻密でない微細構造が得られゲート絶縁膜６０と半導体層７
０との間の界面特性がよくないためＴＦＴの動作特性を低下させることができる。
【０１８５】
　本発明ではこのような工程条件の問題を解決するために低温絶縁膜＼高温絶縁膜からな
る二重層のゲート絶縁膜を使用したり、低温ゲート絶縁膜の上部に二重の半導体層を形成
する。
【０１８６】
　まず、工程温度によるカラーフィルターの透過率について説明すると次の通りである。
【０１８７】
　図７２は工程条件に応ずるカラーフィルターの色別透過率変化を示したものである。こ
こで、実線は加熱しない状態での赤、緑、青カラーフィルターの透過率を示したものであ
り、点線は赤、緑、青カラーフィルターを形成してから３４５℃の真空で２時間単純加熱
し徐々に冷却した後に測定した透過率を示したものであり、一点実線は３００℃で窒化ケ
イ素をプラズマ（plasma）蒸着条件で４０分間積層した後の赤、緑、青カラーフィルター
の透過率を示したものである。ここで、透過率の低下は顔料粒子の昇華による消失を意味
する。
【０１８８】
　図７２に示されているように、真空中で３４５℃までは２時間加熱しても透過率の変化
が殆ど発生しないことと観察されたが、３００℃でプラズマ蒸着を通じてゲート絶縁膜を
形成する場合には透過率が急激に低くなることがわかる。この時、カラーフィルターはプ
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ラズマ蒸着が１０余分経過した後に顔料粒子の昇華が起こることが観察された。
【０１８９】
　図７３（Ａ）と図７３（Ｂ）は本発明の実験例でカラーフィルターの表面を観察した写
真を示したものである。図７３（Ａ）は３００℃程度のプラズマ蒸着条件で４０分間窒化
ケイ素膜を蒸着した後にカラーフィルターの表面を観察した写真であり、図７３（Ｂ）は
単純に加熱した後にカラーフィルターの表面を観察した写真である。
【０１９０】
　図７３（Ａ）及び図７３（Ｂ）に示されているように、３００℃程度の範囲で窒化ケイ
素膜をプラズマ状態で積層した後にカラーフィルターの表面を測定した結果、顔料粒子の
昇華によって窒化ケイ素膜が破壊されながら激しい脱色が発生した。カラーフィルターの
上部に窒化ケイ素のような不透明薄膜層が新しく蒸着される場合、蒸気圧によって上部膜
が破壊される現象が発生することがわかる。
【０１９１】
　以下、ゲート絶縁膜の蒸着温度による薄膜トランジスタの特性について説明する。
【０１９２】
　図７４は本発明の実験例によるゲート絶縁膜の蒸着温度に応ずる薄膜トランジスタの特
性を示したグラフである。
【０１９３】
　図７４に示されているように、３００℃温度でゲート絶縁膜を積層して薄膜トランジス
タを形成した場合より２５０℃温度で積層されたゲート絶縁膜を有する薄膜トランジスタ
のオフ電流が増加し、しきい電圧（threshold voltage）が移動するなど薄膜トランジス
タの動作特性が低下することがわかる。
（第４実施例）
　このような問題点を解決するために、第１の方法としては、カラーフィルターが損傷し
ないように２５０℃程度の低温で下部絶縁膜を形成し、半導体層と接する上部は３００℃
程度で上部絶縁膜を形成しカラーフィルターの顔料粒子が昇華されないように５分以下の
時間のみ積層して二重構造のゲート絶縁膜を形成する。このような本発明の第４実施例に
よる薄膜トランジスタ基板及び製造方法について図７５及び図７６を参照して具体的に説
明する。
【０１９４】
　図７５は本発明の第４実施例による薄膜トランジスタ基板の配置図であり、図７６は図
７５に示した薄膜トランジスタ基板を切断線ＬＸＸＶＩ－ＬＸＸＶＩ´に沿って切断して
示した断面図である。図７６には薄膜トランジスタ基板である下部基板とこれと対向する
上部基板も共に示した。
【０１９５】
　図７５及び図７６に示されているように、大部分の構造及び製造方法は第１実施例と同
一である。
【０１９６】
　しかし、ゲート配線５２、５４、５６及び有機絶縁膜４０の上には下部絶縁膜６０１と
上部絶縁膜６０２からなる二重のゲート絶縁膜６０が形成されている。この時、下部絶縁
膜６０１は有機絶縁膜、非晶質酸化ケイ素膜、非晶質窒化ケイ素膜などを使用してカラー
フィルターが損傷されることを防止するために２５０℃以下の低温で絶縁特性に必要な厚
さで形成することができ、上部蒸着絶縁膜６０２は後述される半導体層７０との良好な界
面接触特性を確保するために３００℃またはそれ以上の温度でカラーフィルターの顔料が
昇華する前の５分程度の短い時間で５００～１０００Åの厚さで薄く形成するのが好まし
い。
【０１９７】
　この時、下部絶縁膜６０１と上部絶縁膜６０２は不連続的に蒸着することができ、上部
絶縁膜６０２と非晶質ケイ素膜７０及び不純物がドーピングされた非晶質ケイ素膜８０は
連続的に積層することができる。
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（第５実施例）
　また、前述の問題点を解決するための第２の方法としては、低温絶縁膜を使用してゲー
ト絶縁膜を形成し、薄膜トランジスタの特性が低下することを防止するためにゲート絶縁
膜の上に高いバンドギャップ（band gap）を有する半導体層と相対的に低いバンドギャッ
プを有する半導体層からなる二重層構造の半導体層を形成する。このような本発明の第５
実施例による薄膜トランジスタ基板及び製造方法について図７７及び図７８を参照して具
体的に説明する。
【０１９８】
　図７７は本発明の第５実施例による薄膜トランジスタ基板の配置図であり、図７８は図
７７に示した薄膜トランジスタ基板を切断線ＬＸＸＶＩＩＩ－ＬＸＸＶＩＩＩ´に沿って
切断して示した断面図である。図７８には薄膜トランジスタ基板である下部基板とこれと
対向する上部基板も共に示した。
【０１９９】
　図７７及び図７８に示されているように、大部分の構造及び製造方法は第１実施例と同
一である。
【０２００】
　しかし、単一膜のゲート配線５２、５４、５６及び有機絶縁膜４０の上にはゲート絶縁
膜６０が形成されている。この時、ゲート絶縁膜６０は有機絶縁膜、非晶質酸化ケイ素膜
、非晶質窒化ケイ素膜などを使用して低温蒸着工程で形成する。また、ゲート電極５６の
低温ゲート絶縁膜６０の上には二重層構造の半導体層７０が島形態で形成されている。二
重層構造の半導体層７０のうち、下部半導体層７０１はバンドギャップが高い非晶質シリ
コンからなり、上部半導体層７０２は下部半導体７０１に比べてバンドギャップが低い通
常の非晶質シリコンからなる。例えば、本発明の実施例で下部半導体層７０１のバンドギ
ャップは１．９～２．１ｅＶの範囲であり、上部半導体層７０２のバンドギャップを１．
７～１．８ｅＶの範囲である。ここで、下部半導体層７０１は５０～２００Åの厚さを有
し、上部半導体層７０２は１，０００～２，０００Åの厚さを有する。
【０２０１】
　この時、下部及び上部半導体層７０１、７０２は非晶質ケイ素膜を形成するための原料
気体であるＳｉＨ4にＣＨ4、Ｃ2Ｈ2、または、Ｃ2Ｈ6などを適切な量で添加してＣＶＤ法
によって蒸着して形成する。例えば、ＣＶＤ装置にＳｉＨ4：ＣＨ4を１：９の割合で投入
して蒸着工程を進行すると、Ｃが５０％程度含まれ、２．０～２．３ｅＶのバンドギャッ
プを有する非晶質ケイ素膜を得ることができる。このように、非晶質ケイ素膜のバンドギ
ャップは蒸着工程条件の影響を受け、炭素化合物の添加量に応じて大概１．７～２．５ｅ
Ｖの範囲で容易に調節することができる。
【０２０２】
　この時、低温蒸着ゲート絶縁膜６０、下部非晶質ケイ素膜７０１及び上部非晶質ケイ素
膜７０２、不純物がドーピングされた非晶質ケイ素膜８０は同一のＣＶＤ装置で真空が破
られることなく連続的に蒸着することができる。
【０２０３】
　このように、バンドギャップが互いに異なる上部半導体層７０２と下部半導体層７０１
との間には二つの層のバンドギャップの差異に該当するだけのバンドオフセットが形成さ
れる。この時、ＴＦＴがオン（ON）状態になると、二つの半導体層７０１、７０２の間に
位置するバンドオフセット領域にチャンネルが形成される。このバンドオフセット領域は
基本的に同一の原子構造を有しているので、欠陥が少なく良好なＴＦＴの特性を期待する
ことができる。
【０２０４】
　本発明は提示された実施例だけでなく多様な方式に適用することができる。例えば、重
量減少及び耐衝撃性向上のために台頭したプラスチック基板を使用する液晶表示装置を製
造する方法で、本発明を有効に適用することができる。
【符号の説明】
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【０２０５】
　　３　薄膜トランジスタ
　１０　下部絶縁基板
　２２　ブラックマトリックス
　２５　共通信号線
　２６　ゲートパッド
　２７　共通パッド
　２９、３９　整列キー
　３１、３２、３３　カラーフィルター
　４０　有機絶縁膜
　４２、４６、１０２、１０６、１０８　接触孔
　５２　ゲート線
　５６　ゲート電極
　５８　維持電極
　６０　ゲート絶縁膜
　７０　半導体層
　８２、１１２　画素電極
　８０、８５、８６　抵抗性接触層
　９２　データ線
　９５　ソース電極
　９６　ドレーン電極
　９８　データパッド
１００　保護膜
１１６　補助ゲートパッド
１１８　補助データパッド
５００　シャドーマスク
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摘要(译)

本发明提供一种能够减少未对准并确保开口率的液晶显示装置用薄膜晶
体管基板及其制造方法。 一种用于液晶显示装置的TFT基板包括形成在
绝缘基板上的数据线，红色形成在像素，绿色，和蓝色的，绝缘膜的覆
盖数据布线的滤色器和滤色器的情况下，第一接触孔暴露包括连接到所
述栅极线和栅极线，以限定像素的栅电极的栅极布线相交的数据线，与
该绝缘膜中的数据线的一部分覆盖所述栅极线形成在栅电极的栅极绝缘
膜上的半导体层图案，通过第一接触孔连接到数据线的源电极和连接到
栅电极的源电极，并且像素电极连接到相对的漏电极和漏电极并形成在
像素中。 点域4


